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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ方向において互いに反対方向を向く表面および裏面、上記表面に形成された第１表
面電極および第２表面電極、上記裏面に形成された裏面電極、を有する半導体素子と、
　上記裏面電極が導通接続されるダイパッド部および上記ダイパッド部とは反対側を向く
主裏面端子部を有する主リードと、
　第１ワイヤを介して上記第１表面電極に接続される第１ワイヤボンディング部および上
記第１ワイヤボンディング部とは反対側を向く第１副裏面端子部を有する第１副リードと
、
　第２ワイヤを介して上記第２表面電極に接続される第２ワイヤボンディング部および上
記第２ワイヤボンディング部とは反対側を向く第２副裏面端子部を有する第２副リードと
、
　上記半導体素子と上記主リード、上記第１副リードおよび上記第２副リードの一部ずつ
とを覆うとともに、上記主裏面端子部、上記第１副裏面端子部および上記第２副裏面端子
部を同じ側に露出させる樹脂パッケージと、を備えており、
　上記主リードは、上記ダイパッド部から上記主裏面端子部にわたる主全厚部と、この主
全厚部の上記ダイパッド部側部分から厚さ方向に対して直角である方向に突出する主ひさ
し部と、を有しており、
　上記ダイパッド部および上記半導体素子は、厚さ方向視において上記主全厚部および上
記主ひさし部の双方に重なり、
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　上記第１表面電極および上記第２表面電極の少なくともいずれか、は上記主ひさし部に
重なり、
　上記第１ワイヤは、上記第１ワイヤボンディング部に接合されたファーストボンディン
グ部と、上記第１表面電極に対して第１バンプを介して接合されたセカンドボンディング
部と、を有し、
　上記第２ワイヤは、上記第２ワイヤボンディング部に接合されたファーストボンディン
グ部と、上記第２表面電極に対して第２バンプを介して接合されたセカンドボンディング
部と、を有し、
　上記第１バンプは、そのすべてが厚さ方向視において上記主全厚部と重なり、
　上記第２バンプは、そのすべてが厚さ方向視において上記主ひさし部と重なることを特
徴とする、半導体装置。
【請求項２】
　上記第１表面電極がゲート電極であり、上記第２表面電極がソース電極であり、上記裏
面電極がドレイン電極であるとともに、上記半導体素子がトランジスタとして構成されて
おり、
　上記第１表面電極が、上記第２表面電極よりも上記第１副リードおよび上記第２副リー
ドに対して離間している、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記第１表面電極は、厚さ方向視において上記主全厚部と重なり、上記第２表面電極は
、厚さ方向視において上記主ひさし部に重なる、請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　上記第１表面電極は、厚さ方向視において上記主全厚部および上記主ひさし部の双方と
重なる、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記第２表面電極は、そのすべてが厚さ方向視において上記主ひさし部と重なる、請求
項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　上記主ひさし部は、上記主全厚部から上記第１副リードおよび上記第２副リードに向か
って突出する主前方部を有する、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の半導体装置
。
【請求項７】
　上記主ひさし部は、上記主前方部が突出する方向とは垂直である方向に突出する主側方
部を有する、請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　上記主リードは、上記主側方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージから露出
する主側方連結部を有する、請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　上記主ひさし部は、上記主前方部とは反対側に突出する主後方部を有する、請求項６な
いし請求項８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　上記主リードは、上記主後方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージから露出
する主後方連結部を有する、請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　上記主全厚部のすべてが、上記主ひさし部に囲まれている、請求項３ないし請求項１０
のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　上記ダイパッド部には、主表面めっき層が形成されている、請求項１ないし請求項１１
のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　上記主表面めっき層は、上記主ひさし部のすべてに重なる、請求項１２に記載の半導体
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装置。
【請求項１４】
　上記第１副リードは、上記第１ワイヤボンディング部から上記第１副裏面端子部にわた
る第１副全厚部と、この第１副全厚部の上記第１ワイヤボンディング部側部分から厚さ方
向に対して直角である方向に突出する第１副ひさし部と、を有している、請求項１ないし
請求項１３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１５】
　上記第１副ひさし部は、上記第１副全厚部から上記主リードに向かって突出する第１副
前方部を有する、請求項１４に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　上記第１副ひさし部は、上記第１副前方部が突出する方向とは垂直である方向に突出す
る第１副側方部を有する、請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　上記第１副リードは、上記第１副側方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージ
から露出する第１副側方連結部を有する、請求項１６に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　上記第１副ひさし部は、上記第１副前方部とは反対側に突出する第１副後方部を有する
、請求項１５ないし請求項１７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１９】
　上記第１副リードは、上記第１副後方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージ
から露出する第１副後方連結部を有する、請求項１８に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　上記第１副全厚部のすべてが、上記第１副ひさし部に囲まれている、請求項１４ないし
請求項１９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２１】
　上記第１ワイヤボンディング部には、第１副表面めっき層が形成されている、請求項１
４ないし請求項２０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２２】
　上記第１副表面めっき層は、上記第１副ひさし部のすべてに重なる、請求項２１に記載
の半導体装置。
【請求項２３】
　上記第２副リードは、上記第２ワイヤボンディング部から上記第２副裏面端子部にわた
る第２副全厚部と、この第２副全厚部の上記第２ワイヤボンディング部側部分から厚さ方
向に対して直角である方向に突出する第２副ひさし部と、を有している、請求項１ないし
請求項２２のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２４】
　上記第２副ひさし部は、上記第２副全厚部から上記主リードに向かって突出する第２副
前方部を有する、請求項２３に記載の半導体装置。
【請求項２５】
　上記第２副ひさし部は、上記第２副前方部が突出する方向とは垂直である方向に突出す
る第２副側方部を有する、請求項２４に記載の半導体装置。
【請求項２６】
　上記第２副リードは、上記第２副側方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージ
から露出する第２副側方連結部を有する、請求項２５に記載の半導体装置。
【請求項２７】
　上記第２副ひさし部は、上記第２副前方部とは反対側に突出する第２副後方部を有する
、請求項２４ないし請求項２６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２８】
　上記第２副リードは、上記第２副後方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケージ
から露出する第２副後方連結部を有する、請求項２７に記載の半導体装置。
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【請求項２９】
　上記第２副全厚部のすべてが、上記第２副ひさし部に囲まれている、請求項２３ないし
請求項２８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項３０】
　上記第２ワイヤボンディング部には、第２副表面めっき層が形成されている、請求項２
３ないし請求項２９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項３１】
　上記第２副表面めっき層は、上記第２副ひさし部のすべてに重なる、請求項３０に記載
の半導体装置。
【請求項３２】
　上記半導体素子は、互いに積層された半導体層、半導体と金属との共晶層および上記裏
面電極を構成する金属単体層を有しており、上記金属単体層が上記ダイパッド部に直接接
合されている、請求項１ないし請求項３１のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項３３】
　上記共晶層は、ＳｉとＡｕとの共晶からなる、請求項３２に記載の半導体装置。
【請求項３４】
　上記金属単体層は、上記共晶層よりも薄い、請求項３２または請求項３３に記載の半導
体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえばトランジスタなどの半導体素子が樹脂パッケージによって封止された半導体装
置が提案されている。特許文献１には、３つの電極を有する半導体素子とこれらの電極に
導通する３つのリードと上記半導体素子および上記３つのリードの一部ずつを覆う樹脂パ
ッケージを備える半導体装置が開示されている。上記３つの電極は、上記半導体素子の同
一面に形成されている。上記３つのリードの１つには、上記半導体素子が接合されている
。上記３つの電極は、３つのワイヤを介して上記３つのリードに各別に導通接続されてい
る。上記樹脂パッケージは、上記半導体素子の全体、上記３つのワイヤのすべて、および
上記３つのリードの一部ずつを覆っている。上記３つのリードのうち上記樹脂パッケージ
から突出する部分は、上記半導体装置を実装するための端子部となっている。
【０００３】
　従来の半導体装置では、平面視において、半導体素子よりも、半導体素子を配置するリ
ードの方が大きい。この大きいリードによって樹脂パッケージの大きさが決定される。そ
のため、大きなリードが半導体装置の小型化の妨げとなっている。
【０００４】
　上記３つのワイヤは、一般的にループ形状を有する。このため、上記３つのワイヤを適
切に覆うためには、上記樹脂パッケージは相応の高さを有する必要がある。これにより、
上記半導体装置の高さが高くなってしまう。また、同時に、上記３つのワイヤを適切にボ
ンディングするには、いわゆるファーストボンディング部とセカンドボンディング部との
距離をある程度確保する必要がある。さらに、上記３つのリードの上記端子部は、上記樹
脂パッケージから突出する。これらは、上記半導体装置の平面視寸法を大きくしてしまう
。このように、上記半導体装置においては、小型化を図ることが困難であるという問題が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１９０９３６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、小型化を図ることのでき
る半導体装置を提供することをその主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の側面によると、半導体素子と、前記半導体素子が配置された主リードと
、前記半導体素子および前記主リードを覆う樹脂パッケージと、を備え、前記主リードは
、前記樹脂パッケージから露出しており、前記半導体素子は、前記半導体素子の厚さ方向
視において、前記主リードに重ならない部分を有する、半導体装置が提供される。
【０００８】
　好ましくは、前記主リードは、互いに反対側を向く主リード主面および主リード裏面を
有し、前記主リード主面には、前記半導体素子が配置されており、前記主リード裏面は、
前記樹脂パッケージから露出している。
【０００９】
　好ましくは、前記主リードは、主全厚部および主ひさし部を含み、前記主全厚部は、前
記主リード主面から前記主リード裏面にわたっている部分であり、前記主ひさし部は、前
記半導体素子の厚さ方向に対して直角である方向に、前記主全厚部から突出している。
【００１０】
　好ましくは、前記半導体素子は、全体にわたって、前記半導体素子の厚さ方向視におい
て、前記主全厚部に重なっている。
【００１１】
　好ましくは、前記半導体素子に導通する第一副リードを更に備え、前記第一副リードは
、前記主リードから離間しており、且つ、前記樹脂パッケージから露出している。
【００１２】
好ましくは、前記主ひさし部は、主前方部を有し、前記主前方部は、前記主全厚部から前
記第一副リードに向かって突出している。
【００１３】
　好ましくは、前記主ひさし部は、主側方部を有し、前記主側方部は、前記主前方部の突
出する方向に対して直角である方向に、前記主全厚部から突出している。
【００１４】
　好ましくは、前記主リードは、前記主側方部から突出する主側方連結部を含み、前記主
側方連結部は、前記樹脂パッケージから露出する端面を有する。
【００１５】
　好ましくは、前記主ひさし部は、主後方部を有し、前記主後方部は、前記主前方部が突
出する方向とは反対方向に、前記主全厚部から突出している。
【００１６】
　好ましくは、前記主リードは、前記主後方部から突出する主後方連結部を含み、前記主
後方連結部は、前記樹脂パッケージから露出する端面を有する。
【００１７】
　好ましくは、前記主全厚部は、全体にわたって、前記半導体素子の厚さ方向視において
、前記主ひさし部に囲まれている。
【００１８】
　好ましくは、前記主ひさし部は、全体にわたって、前記半導体素子の厚さ方向視におい
て、前記半導体素子に重なっている。
【００１９】
　好ましくは、前記主リードに形成され、前記半導体素子および前記主リードの間に介在
している主表面めっき層を更に備える。
【００２０】
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　好ましくは、前記主表面めっき層は、前記主ひさし部の全体に重なる。
【００２１】
　好ましくは、前記半導体素子に導通する第一副リードを更に備え、前記第一副リードは
、前記主リードから離間しており、且つ、前記半導体素子の厚さ方向視において前記樹脂
パッケージの外方に、前記樹脂パッケージから露出している。
【００２２】
　好ましくは、前記第一副リードは、第一副全厚部および第一副ひさし部を含み、前記第
一副リードは、互いに反対側を向く第一副リード主面および第一副リード裏面を有し、前
記第一副リード裏面は、前記樹脂パッケージから露出しており、前記第一副全厚部は、前
記第一副リード主面から前記第一副リード裏面にわたる部位であり、前記第一副ひさし部
は、前記半導体素子の厚さ方向に対して直角である方向に、前記第一副全厚部から突出し
ており、且つ、前記第一副リード主面を構成している。
【００２３】
　好ましくは、前記第一副ひさし部は、第一副前方部を有し、前記第一副前方部は、前記
第一副全厚部から前記主リードに向かって突出している。
【００２４】
　好ましくは、前記第一副全厚部は、前記半導体素子の厚さ方向視において、前記樹脂パ
ッケージの外方に向かって、前記樹脂パッケージから露出している。
【００２５】
　好ましくは、前記第一副リードは、第一副延出部を含み、前記半導体素子の厚さ方向に
対して直角である方向に、前記第一副全厚部から延出しており、且つ、前記第一副リード
裏面を構成しており、前記第一副延出部は、前記半導体素子の厚さ方向視において、前記
樹脂パッケージの外方に向かって、前記樹脂パッケージから露出している。
【００２６】
　好ましくは、前記第一副リードは、互いに反対側を向く第一副リード主面および第一副
リード裏面を有し、前記第一副リード裏面は、前記樹脂パッケージから露出している。
【００２７】
　好ましくは、前記樹脂パッケージは、前記第一副リード裏面の向く方向と同一方向を向
く樹脂裏面を有し、前記樹脂裏面は、前記第一副リード裏面と面一となっている。
【００２８】
　好ましくは、前記第一副リードは、前記第一副リード裏面につながる第一副リード端面
を有し、前記第一副リード端面は、前記主リードの位置する側とは反対側を向いている。
【００２９】
　好ましくは、前記第一副リード端面は、前記樹脂パッケージから露出している。
【００３０】
　好ましくは、前記樹脂パッケージは、前記第一副リード端面の向く方向と同一方向を向
く第一樹脂端面を有し、前記第一樹脂端面は、前記第一副リード端面と面一となっている
。
【００３１】
　好ましくは、前記第一副リードは、前記第一副リード裏面につながる第一副リード側面
を有し、前記第一副リード側面は、前記第一副リード端面の向く方向と前記半導体素子の
厚さ方向とのいずれに対しても直角である方向を向いている。
【００３２】
　好ましくは、前記第一副リード側面は、前記樹脂パッケージから露出している。
【００３３】
　好ましくは、前記樹脂パッケージは、前記第一副リード側面の向く方向と同一方向を向
く第一樹脂側面を有し、前記第一副リード側面は、前記第一樹脂側面と面一となっている
。
【００３４】
　好ましくは、前記半導体素子に直接接続され、前記半導体素子および前記第一副リード
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を導通させる第一ワイヤを更に備える。
【００３５】
　好ましくは、前記第一副リードおよび前記第一ワイヤの間に介在する第一副めっき層を
更に備える。
【００３６】
　好ましくは、前記半導体素子に導通する第二副リードを更に備え、前記第二副リードは
、前記主リードおよび前記第一副リードから離間しており、且つ、前記半導体素子の厚さ
方向視において前記樹脂パッケージの外方に、前記樹脂パッケージから露出している。
【００３７】
　好ましくは、前記半導体素子に直接接続され、前記半導体素子および前記第二副リード
を導通させる第二ワイヤを更に備える。
【００３８】
　好ましくは、前記第二副リードおよび前記第二ワイヤの間に介在する第二副めっき層を
更に備える。
【００３９】
　好ましくは、前記半導体素子は、互いに積層された半導体層、半導体と金属との共晶層
および前記裏面電極を構成する金属単体層を有しており、前記金属単体層が前記主リード
に直接接合されている。
【００４０】
　好ましくは、前記共晶層は、ＳｉとＡｕとの共晶からなる。
【００４１】
　好ましくは、前記金属単体層は、前記共晶層よりも薄い。
【００４２】
　好ましくは、第一ワイヤを更に備え、前記半導体素子は、前記第一ワイヤが接合された
第一表面電極を含み、前記第一表面電極は、前記半導体素子の厚さ方向視において、前記
主全厚部に重なっている。
【００４３】
　好ましくは、第二ワイヤを更に備え、前記半導体素子は、前記第二ワイヤが接合された
第二表面電極を含み、前記第二表面電極は、前記半導体素子の厚さ方向視において、前記
主全厚部に重なっている。
【００４４】
　好ましくは、第一ワイヤと、第二ワイヤと、を更に備え、前記半導体素子は、前記第一
ワイヤが接合された第一表面電極と、前記第二ワイヤが接合された第二表面電極と、を含
み、前記第一表面電極および前記第二表面電極の少なくともいずれかは、前記半導体素子
の厚さ方向視において、前記主全厚部に重なっている。
【００４５】
　本発明の第２の側面によると、厚さ方向において互いに反対方向を向く表面および裏面
、上記表面に形成された第１表面電極および第２表面電極、上記裏面に形成された裏面電
極、を有する半導体素子と、上記裏面電極が導通接続されるダイパッド部および上記ダイ
パッド部とは反対側を向く主裏面端子部を有する主リードと、第１ワイヤを介して上記第
１表面電極に接続される第１ワイヤボンディング部および上記第１ワイヤボンディング部
とは反対側を向く第１副裏面端子部を有する第１副リードと、第２ワイヤを介して上記第
２表面電極に接続される第２ワイヤボンディング部および上記第２ワイヤボンディング部
とは反対側を向く第２副裏面端子部を有する第２副リードと、上記半導体素子と上記主リ
ード、上記第１副リードおよび上記第２副リードの一部ずつとを覆うとともに、上記主裏
面端子部、上記第１副裏面端子部および上記第２副裏面端子部を同じ側に露出させる樹脂
パッケージと、を備えており、上記主リードは、上記ダイパッド部から上記主裏面端子部
にわたる主全厚部と、この主全厚部の上記ダイパッド部側部分から厚さ方向に対して直角
である方向に突出する主ひさし部と、を有しており、上記ダイパッド部および上記半導体
素子は、厚さ方向視において上記主全厚部および上記主ひさし部の双方に重なり、上記第
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１表面電極および上記第２表面電極の少なくともいずれか、は上記主ひさし部に重なり、
上記第１ワイヤは、上記第１ワイヤボンディング部に接合されたファーストボンディング
部と、上記第１表面電極に対して第１バンプを介して接合されたセカンドボンディング部
と、を有し、上記第２ワイヤは、上記第２ワイヤボンディング部に接合されたファースト
ボンディング部と、上記第２表面電極に対して第２バンプを介して接合されたセカンドボ
ンディング部と、を有する、ことを特徴としている、半導体装置が提供される。
【００４６】
　好ましくは、上記第１表面電極がゲート電極であり、上記第２表面電極がソース電極で
あり、上記裏面電極がドレイン電極であるとともに、上記半導体素子がトランジスタとし
て構成されており、上記第１表面電極が、上記第２表面電極よりも上記第１副リードおよ
び上記第２副リードに対して離間している。
【００４７】
　好ましくは、上記第１表面電極は、厚さ方向視において上記主全厚部と重なり、上記第
２表面電極は、厚さ方向視において上記主ひさし部に重なる。
【００４８】
　好ましくは、上記第１表面電極は、厚さ方向視において上記主全厚部および上記主ひさ
し部の双方と重なる。
【００４９】
　好ましくは、上記第１ワイヤの上記第１バンプおよび上記第１ワイヤの上記セカンドボ
ンディング部は、厚さ方向視において上記主全厚部および上記主ひさし部の双方と重なる
。
【００５０】
　好ましくは、上記主ひさし部は、上記主全厚部から上記第１副リードおよび上記第２副
リードに向かって突出する主前方部を有する。
【００５１】
　好ましくは、上記主ひさし部は、上記主前方部が突出する方向とは垂直である方向に突
出する主側方部を有する。
【００５２】
　好ましくは、上記主リードは、上記主側方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケ
ージから露出する主側方連結部を有する。
【００５３】
　好ましくは、上記主ひさし部は、上記主前方部とは反対側に突出する主後方部を有する
。
【００５４】
　好ましくは、上記主リードは、上記主後方部から突出し、かつ一端面が上記樹脂パッケ
ージから露出する主後方連結部を有する。
【００５５】
　好ましくは、上記主全厚部のすべてが、上記主ひさし部に囲まれている。
【００５６】
　好ましくは、上記ダイパッド部には、主表面めっき層が形成されている。
【００５７】
　好ましくは、上記主表面めっき層は、上記主ひさし部のすべてに重なる。
【００５８】
　好ましくは、上記第１副リードは、上記第１ワイヤボンディング部から上記第１副裏面
端子部にわたる第１副全厚部と、この第１副全厚部の上記第１ワイヤボンディング部側部
分から厚さ方向に対して直角である方向に突出する第１副ひさし部と、を有している。
【００５９】
　好ましくは、上記第１副ひさし部は、上記第１副全厚部から上記主リードに向かって突
出する第１副前方部を有する。
【００６０】
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　好ましくは、上記第１副ひさし部は、上記第１副前方部が突出する方向とは垂直である
方向に突出する第１副側方部を有する。
【００６１】
　好ましくは、上記第１副リードは、上記第１副側方部から突出し、かつ一端面が上記樹
脂パッケージから露出する第１副側方連結部を有する。
【００６２】
　好ましくは、上記第１副ひさし部は、上記第１副前方部とは反対側に突出する第１副後
方部を有する。
【００６３】
　好ましくは、上記第１副リードは、上記第１副後方部から突出し、かつ一端面が上記樹
脂パッケージから露出する第１副後方連結部を有する。
【００６４】
　好ましくは、上記第１副全厚部のすべてが、上記第１副ひさし部に囲まれている。
【００６５】
　好ましくは、上記第１ワイヤボンディング部には、第１副表面めっき層が形成されてい
る。
【００６６】
　好ましくは、上記第１副表面めっき層は、上記第１副ひさし部のすべてに重なる。
【００６７】
　好ましくは、上記第２副リードは、上記第２ワイヤボンディング部から上記第２副裏面
端子部にわたる第２副全厚部と、この第２副全厚部の上記第２ワイヤボンディング部側部
分から厚さ方向に対して直角である方向に突出する第２副ひさし部と、を有している。
【００６８】
　好ましくは、上記第２副ひさし部は、上記第２副全厚部から上記主リードに向かって突
出する第２副前方部を有する。
【００６９】
　好ましくは、上記第２副ひさし部は、上記第２副前方部が突出する方向とは垂直である
方向に突出する第２副側方部を有する。
【００７０】
　好ましくは、上記第２副リードは、上記第２副側方部から突出し、かつ一端面が上記樹
脂パッケージから露出する第２副側方連結部を有する。
【００７１】
　好ましくは、上記第２副ひさし部は、上記第２副前方部とは反対側に突出する第２副後
方部を有する。
【００７２】
　好ましくは、上記第２副リードは、上記第２副後方部から突出し、かつ一端面が上記樹
脂パッケージから露出する第２副後方連結部を有する。
【００７３】
　好ましくは、上記第２副全厚部のすべてが、上記第２副ひさし部に囲まれている。
【００７４】
　好ましくは、上記第２ワイヤボンディング部には、第２副表面めっき層が形成されてい
る。
【００７５】
　好ましくは、上記第２副表面めっき層は、上記第２副ひさし部のすべてに重なる。
【００７６】
　好ましくは、上記半導体素子は、互いに積層された半導体層、半導体と金属との共晶層
および上記裏面電極を構成する金属単体層を有しており、上記金属単体層が上記ダイパッ
ド部に直接接合されている。
【００７７】
　好ましくは、上記共晶層は、ＳｉとＡｕとの共晶からなる。
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【００７８】
　好ましくは、上記金属単体層は、上記共晶層よりも薄い。
【００７９】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の斜視図である。
【図２】図１に示した半導体装置の平面図である。
【図３】図１に示した半導体装置の底面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】図１に示した半導体装置の部分拡大断面図である。
【図７】図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿う断面図である。
【図８】図２のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図９】図２のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【図１０】図１に示した半導体装置のセカンドボンディング部を示す拡大画像である。
【図１１】図１に示した半導体装置の製造方法における一工程を示す断面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の斜視図である。
【図１３】図１２に示した半導体装置の平面図である。
【図１４】図１の半導体装置の半導体素子を示す要部拡大平面図である。
【図１５】本発明の半導体装置の変形例の平面図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に基づく半導体装置の一例を示す斜視図である。
【図１７】図１６の半導体装置を示す斜視図である。
【図１８】図１６の半導体装置を示す平面図である。
【図１９】図１８のＸＩＸ－ＸＩＸ線に沿う断面図である。
【図２０】図１８のＸＸ－ＸＸ線に沿う断面図である。
【図２１】図１６の半導体装置を示す要部拡大断面図である。
【図２２】図１８のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿う断面図である。
【図２３】図１８のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図２４】図１８のＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線に沿う断面図である。
【図２５】図１６の半導体装置の半導体素子を示す要部拡大平面図である。
【図２６】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図２７】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図２８】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図２９】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図３０】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図３１】図１６の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図３２】図１６の半導体装置の製造工程の一例において形成されたセカンドボンディン
グ部を示す拡大画像である。
【図３３】図１６の半導体装置の製造工程の一例における切断工程を示す要部平面図であ
る。
【図３４】図１６の半導体装置を示すＸ線画像である。
【図３５】本発明の第４実施形態に基づく半導体装置の一例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００８１】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００８２】
　図１～図１１を用いて、本発明の第１実施形態について説明する。
【００８３】
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　図１は、本発明の第１実施形態にかかる半導体装置の斜視図である。図２は、図１に示
した半導体装置の平面図である。図３は、図１に示した半導体装置の底面図である。図４
は、図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。図５は、図２のＶ－Ｖ線に沿う断面図であ
る。図６は、図１に示した半導体装置の部分拡大断面図である。図７は、図２のＶＩＩ－
ＶＩＩ線に沿う断面図である。図８は、図２のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面図である
。図９は、図２のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【００８４】
　本実施形態の半導体装置１０１は、半導体素子２００、主リード３００、第一副リード
４００、第二副リード５００、第一ワイヤ６００、第二ワイヤ７００および樹脂パッケー
ジ８００を備えている。図１、図２では、樹脂パッケージ８００を二点鎖線によって示し
ている。半導体装置１０１は、いわゆる面実装が可能な比較的小型の半導体装置として構
成されている。半導体装置１０１の大きさの一例を挙げると、ｘ方向寸法が０．４～０．
８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．２～０．６ｍｍ程度、厚さ方向ｚ寸法が０．３～０．４ｍ
ｍ程度である。
【００８５】
　半導体素子２００は、本実施形態においては、いわゆるトランジスタとして構成されて
いる。半導体素子２００は、表面２０１および裏面２０２を有しており、第一表面電極２
１１、第二表面電極２１２および裏面電極２２０が形成されている。表面２０１および裏
面２０２は、ｚ方向において互いに反対方向を向いている。半導体素子２００の大きさの
一例を挙げると、ｘ方向寸法が３００μｍ程度、ｙ方向寸法が３００μｍ程度である。
【００８６】
　図１４に示すように、第一表面電極２１１および第二表面電極２１２は、表面２０１に
形成されており、たとえばＡｕめっき層からなる電極層２１３の一部ずつによって構成さ
れている。本実施形態においては、第一表面電極２１１がゲート電極であり、第二表面電
極２１２がソース電極である。本実施形態においては、図１４において、第一表面電極２
１１がｘ方向左方側に位置し、第二表面電極２１２がｘ方向右方側に位置する。また、第
一表面電極２１１がｙ方向図中下方側に位置し、第二表面電極２１２がｙ方向図中上方側
に位置する。裏面電極２２０は、裏面２０２に形成されている。本実施形態においては、
裏面電極２２０がドレイン電極である。
【００８７】
　電極層２３１の一部が除去されることにより、除去領域２１４が形成されている。除去
領域２１４は、第一表面電極２１１を囲む形状とされている。より具体的には、除去領域
２１４は、半導体素子２００の四辺に沿って互いに平行に延びる部分と、第一表面電極２
１１を囲むべく比較的広い面積を挟んで位置する部分と、を有している。このような環状
とされた除去領域２１４によって第一表面電極２１１と第二表面電極２１２とが絶縁され
ている。
【００８８】
　第二表面電極２１２の周辺領域は、アクティブ領域２１６とされている。アクティブ領
域２１６には、表面２０１からｚ方向内方にある部位に、ＭＯＳＦＥＴ２１７が作りこま
れている。ＭＯＳＦＥＴ２１７は、マトリクス状に配置された複数の単位セル２１８によ
って構成されている。なお、複数の単位セル２１８の配列形態は、マトリクス状に限らず
、たとえばストライプ状、千鳥状であってもよい。
【００８９】
　なお、本実施形態においては、ソース電極としての第二表面電極２１２が１つ設けられ
ているが、これに限定されず、複数の第二表面電極２１２を設けてもよい。
【００９０】
　主リード３００には、半導体素子２００が配置されている。図２、図３に示すように、
本実施形態においては、厚さ方向ｚ視において、主リード３００に重ならない部位を、半
導体素子２００が有している。すなわち、厚さ方向ｚ視において、主リード３００の外側
にはみ出る部位を、半導体素子２００が有している。後に詳述するが、主リード３００は
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、樹脂パッケージ８００から露出している。主リード３００は、リードフレームに由来す
る。主リード３００は、たとえばＣｕからなる金属板に対してエッチングなどのパターニ
ングが施されることによって形成される。
【００９１】
　図４、図５等に示すように、主リード３００は、互いに反対側を向く主リード主面３１
０および主リード裏面３２０を有する。主リード主面３１０および主リード裏面３２０は
いずれも、平坦である。
【００９２】
　主リード主面３１０は、厚さ方向ｚ上方を向いている。主リード主面３１０には、半導
体素子２００が配置されている。また、本実施形態においては、主リード３００における
主リード主面３１０に、主表面めっき層３１１が形成されている。主表面めっき層３１１
は、半導体素子２００および主リード３００の間に介在している。主表面めっき層３１１
は、主リード主面３１０の全域にわたって形成されている。主表面めっき層３１１は、た
とえば厚さが２μｍ程度のＡｇからなる。
【００９３】
　図３では、主リード裏面３２０をハッチングによって示している。主リード裏面３２０
は、主リード主面３１０とは反対側の厚さ方向ｚ下方を向いており、半導体装置１０１を
面実装するために用いられる。主リード裏面３２０は、矩形状である。主リード裏面３２
０は、厚さ方向ｚ視において主リード主面３１０にその全てが重なっており、主リード主
面３１０に内包されている。
【００９４】
　主リード３００は、主全厚部３３０および主ひさし部３４０を含む。
【００９５】
　主全厚部３３０は、厚さ方向ｚにおいて主リード主面３１０から主リード裏面３２０に
わたる部位である。本実施形態においては、主全厚部３３０は、全体にわたって、厚さ方
向ｚ視において、半導体素子２００に重なっている。主全厚部３３０には、第一表面電極
２１１および第二表面電極２１２の少なくともいずれかが、厚さ方向視ｚにおいて重なっ
ている。本実施形態では、主全厚部３３０には、第一表面電極２１１および第二表面電極
２１２のいずれもが、厚さ方向視ｚにおいて重なっている。すなわち、厚さ方向視ｚにお
いて、第一表面電極２１１および第二表面電極２１２が半導体素子２００の中心寄りに配
置されている。本実施形態とは異なり、第一表面電極２１１のみが主全厚部３３０に厚さ
方向視ｚにおいて重なっており、第二表面電極２１２が主全厚部３３０に厚さ方向視ｚに
おいて重なっていなくてもよい。同様に、本実施形態とは異なり、第二表面電極２１２の
みが主全厚部３３０に厚さ方向視ｚにおいて重なっており、第一表面電極２１１が主全厚
部３３０に厚さ方向視ｚにおいて重なっていなくてもよい。本実施形態においては、主全
厚部３３０の厚さは、０．９～１．１ｍｍ程度である。主全厚部３３０は、主リード裏面
３２０を構成している。
【００９６】
　主ひさし部３４０は、厚さ方向ｚに対して直角である方向に、主全厚部３３０から突出
している。本実施形態においては、主ひさし部３４０は、厚さ方向ｚに対して直角である
ｘ方向およびｙ方向に、主全厚部３３０から突出している。本実施形態においては、更に
、主ひさし部３４０は、主全厚部３３０の主リード主面３１０側部分から厚さ方向ｚに対
して直角であるｘ方向およびｙ方向に突出している。主ひさし部３４０の厚さは、たとえ
ば主全厚部３３０の半分であり、０．０５ｍｍ程度である。主ひさし部３４０および主全
厚部３３０は、上述の主リード主面３１０を構成している。一方、主ひさし部３４０は、
主リード裏面３２０を構成していない。主ひさし部３４０は、厚さ方向ｚ視において、主
全厚部３３０を囲んでいる。本実施形態においては更に、主ひさし部３４０は、全体にわ
たって、厚さ方向ｚ視において、半導体素子２００に重なっている。
【００９７】
　本実施形態においては、主ひさし部３４０は、主前方部３４１、主側方部３４２および
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主後方部３４３を有する。
【００９８】
　主前方部３４１は、主全厚部３３０から、第一副リード４００に向かって突出している
。また、本実施形態においては更に、主前方部３４１は、主全厚部３３０から、第二副リ
ード５００に向かって突出している。
【００９９】
　主側方部３４２は、主前方部３４１の突出する方向に対して直角である方向に、主全厚
部３３０から突出している。具体的には、主側方部３４２は、主全厚部３３０からｙ方向
に向かって突出している。本実施形態においては、２つの主側方部３４２が形成されてい
る。また、本実施形態においては、主リード３００は、２つの主側方連結部３５１を有し
ている。主側方連結部３５１は、主ひさし部３４０の主側方部３４２から延びており、主
側方部３４２と同じ厚さとされている。主側方連結部３５１のｙ方向端面は、樹脂パッケ
ージ８００から露出している。
【０１００】
　主後方部３４３は、主前方部３４１が突出する方向とは反対方向に、主全厚部３３０か
ら突出している。本実施形態においては、主リード３００は、主後方連結部３５２を有し
ている。主後方連結部３５２は、主ひさし部３４０の主後方部３４３から延びており、主
後方部３４３と同じ厚さとされている。主後方連結部３５２のｘ方向端面は、樹脂パッケ
ージ８００から露出している。
【０１０１】
　図６に示すように、半導体素子２００は、裏面電極２２０が主リード主面３１０（主表
面めっき層３１１）に接合されている。具体的には、金属単体層としての裏面電極２２０
が、主リード主面３１０（主表面めっき層３１１）に対してたとえば熱圧着の手法によっ
て直接接合されている。この熱圧着においては、振動は付与されず、熱と圧力のみが付与
される。
【０１０２】
　第一副リード４００は、主リード３００から離間している。具体的には、第一副リード
４００は、主リード３００に対してｘ方向に離間して配置されている。また、第一副リー
ド４００は、第二副リード５００から離間している。第一副リード４００は、厚さ方向ｚ
視において、樹脂パッケージ８００の外方に、樹脂パッケージ８００から露出している。
本実施形態では、第一副リード４００は、樹脂パッケージ８００から方向ｘおよび方向ｙ
に、樹脂パッケージ８００から露出している。第一副リード４００は、リードフレームに
由来する。第一副リード４００は、たとえばＣｕからなる金属板に対してエッチングなど
のパターニングが施されることによって形成される。
【０１０３】
　第一副リード４００は、第一副リード主面４１０と、第一副リード裏面４２０と、第一
副リード端面４８１と、第一副リード側面４８２と、を有する。第一副リード主面４１０
と、第一副リード裏面４２０と、第一副リード端面４８１と、第一副リード側面４８２と
、はいずれも平坦である。
【０１０４】
　第一副リード主面４１０は、厚さ方向ｚ上方を向いている。第一副リード主面４１０に
は、第一ワイヤ６００がボンディングされる。本実施形態においては、第一副リード主面
４１０に第一副表面めっき層４１１が形成されている。第一副表面めっき層４１１は、第
一副リード主面４１０と第一ワイヤ６００との間に介在している。第一副表面めっき層４
１１は、第一副リード主面４１０の全域にわたって形成されている。第一副表面めっき層
４１１は、たとえば厚さが２μｍ程度のＡｇからなる。なお、図１においては、理解の便
宜上、第一副表面めっき層４１１にハーフトーンを施している。
【０１０５】
　第一副リード裏面４２０は、第一副リード主面４１０の向く方向とは反対側を向いてい
る。具体的には、第一副リード裏面４２０は、第一副リード主面４１０とは反対側の厚さ
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方向ｚ下方を向いている。第一副リード裏面４２０は、樹脂パッケージ８００から露出し
ている。第一副リード裏面４２０は、半導体装置１０１を面実装するために用いられる。
図３では、第一副リード裏面４２０をハッチングによって示している。
【０１０６】
　第一副リード端面４８１は、主リード３００の位置する側とは反対側を向いている。具
体的には、第一副リード端面４８１は、図３の右側を向いている。第一副リード端面４８
１は、第一副リード裏面４２０につながっている。第一副リード端面４８１は、樹脂パッ
ケージ８００から露出している。
【０１０７】
　第一副リード側面４８２は、第一副リード端面４８１の向く方向と、半導体素子２００
の厚さ方向ｚとのいずれに対しても直角である方向を向いている。具体的には、第一副リ
ード側面４８２は、図３の下側を向いている。第一副リード側面４８２は、第一副リード
裏面４２０につながっている。第一副リード側面４８２は、樹脂パッケージ８００から露
出している。
【０１０８】
　第一副リード４００は、第一副全厚部４３０と、第一副ひさし部４４０とを含む。
【０１０９】
　第一副全厚部４３０は、厚さ方向ｚにおいて第一副リード主面４１０から第一副リード
裏面４２０にわたる部位である。本実施形態においては、第一副全厚部４３０の厚さが０
．１ｍｍ程度である。第一副全厚部４３０は、第一副リード主面４１０および第一副リー
ド裏面４２０を構成している。本実施形態においては、第一副全厚部４３０が樹脂パッケ
ージ８００から露出している。そのため、第一副全厚部４３０は、第一副リード端面４８
１および第一副リード側面４８２を構成している。
【０１１０】
　第一副ひさし部４４０は、厚さ方向ｚに対して直角である方向に、第一副全厚部４３０
から突出している。本実施形態においては、第一副ひさし部４４０は、ｘ方向およびｙ方
向に突出している。第一副ひさし部４４０の厚さは、たとえば第一副全厚部４３０の半分
であり、０．０５ｍｍ程度である。第一副ひさし部４４０は、第一副リード主面４１０を
構成している。一方、第一副ひさし部４４０は、第一副リード裏面４２０を構成していな
い。
【０１１１】
　本実施形態においては、第一副ひさし部４４０は、第一副前方部４４１および第一副内
方部４４２を有している。
【０１１２】
　第一副前方部４４１は、第一副全厚部４３０から主リード３００に向かって突出してい
る。第一副内方部４４２は、第一副全厚部４３０から第二副リード５００に向かって突出
している。
【０１１３】
　第二副リード５００は、主リード３００から離間している。具体的には、第二副リード
５００は、主リード３００に対してｘ方向に離間して配置されている。また、第二副リー
ド５００は、第一副リード４００から離間している。第二副リード５００は、厚さ方向ｚ
視において、樹脂パッケージ８００の外方に、樹脂パッケージ８００から露出している。
本実施形態では、第二副リード５００は、樹脂パッケージ８００から方向ｘおよび方向ｙ
に、樹脂パッケージ８００から露出している。第二副リード５００は、リードフレームに
由来する。第二副リード５００は、たとえばＣｕからなる金属板に対してエッチングなど
のパターニングが施されることによって形成される。
【０１１４】
　第二副リード５００は、第二副リード主面５１０と、第二副リード裏面５２０と、第二
副リード端面５８１と、第二副リード側面５８２と、を有する。第二副リード主面５１０
と、第二副リード裏面５２０と、第二副リード端面５８１と、第二副リード側面５８２と
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、はいずれも平坦である。
【０１１５】
　第二副リード主面５１０は、厚さ方向ｚ上方を向いている。第二副リード主面５１０に
は、第二ワイヤ７００がボンディングされる。本実施形態においては、第二副リード主面
５１０に第二副表面めっき層５１１が形成されている。第二副表面めっき層５１１は、第
二副リード主面５１０と第二ワイヤ７００との間に介在している。第二副表面めっき層５
１１は、第二副リード主面５１０の全域にわたって形成されている。第二副表面めっき層
５１１は、たとえば厚さが２μｍ程度のＡｇからなる。なお、図１においては、理解の便
宜上、第二副表面めっき層５１１にハーフトーンを施している。
【０１１６】
　第二副リード裏面５２０は、第二副リード主面５１０の向く方向とは反対側を向いてい
る。具体的には、第二副リード裏面５２０は、第二副リード主面５１０とは反対側の厚さ
方向ｚ下方を向いている。第二副リード裏面５２０は、樹脂パッケージ８００から露出し
ている。第二副リード裏面５２０は、半導体装置１０１を面実装するために用いられる。
図３では、第二副リード裏面５２０をハッチングによって示している。
【０１１７】
　第二副リード端面５８１は、主リード３００の位置する側とは反対側を向いている。具
体的には、第二副リード端面５８１は、図３の右側を向いている。第二副リード端面５８
１は、第二副リード裏面５２０につながっている。第二副リード端面５８１は、樹脂パッ
ケージ８００から露出している。
【０１１８】
　第二副リード側面５８２は、第二副リード端面５８１の向く方向と、半導体素子２００
の厚さ方向ｚとのいずれに対しても直角である方向を向いている。具体的には、第二副リ
ード側面５８２は、図３の上側を向いている。第二副リード側面５８２は、第二副リード
裏面５２０につながっている。第二副リード側面５８２は、樹脂パッケージ８００から露
出している。
【０１１９】
　第二副リード５００は、第二副全厚部５３０と、第二副ひさし部５４０とを含む。
【０１２０】
　第二副全厚部５３０は、厚さ方向ｚにおいて第二副リード主面５１０から第二副リード
裏面５２０にわたる部位である。本実施形態においては、第二副全厚部５３０の厚さが０
．１ｍｍ程度である。第二副全厚部５３０は、第二副リード主面５１０および第二副リー
ド裏面５２０を構成している。本実施形態においては、第二副全厚部５３０が樹脂パッケ
ージ８００から露出している。そのため、第二副全厚部５３０は、第二副リード端面５８
１および第二副リード側面５８２を構成している。
【０１２１】
　第二副ひさし部５４０は、厚さ方向ｚに対して直角である方向に、第二副全厚部５３０
から突出している。本実施形態においては、第二副ひさし部５４０は、ｘ方向およびｙ方
向に突出している。第二副ひさし部５４０の厚さは、たとえば第二副全厚部５３０の半分
であり、０．０５ｍｍ程度である。第二副ひさし部５４０は、第二副リード主面５１０を
構成している。一方、第二副ひさし部５４０は、第二副リード裏面５２０を構成していな
い。
【０１２２】
　本実施形態においては、第二副ひさし部５４０は、第二副前方部５４１および第二副内
方部５４２を有している。
【０１２３】
　第二副前方部５４１は、第二副全厚部５３０から主リード３００に向かって突出してい
る。第二副内方部５４２は、第二副全厚部５３０から第一副リード４００に向かって突出
している。
【０１２４】
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　第一ワイヤ６００は、半導体素子２００に直接接続され、半導体素子２００および第一
副リード４００を導通させている。具体的には、第一ワイヤ６００は、半導体素子２００
の第一表面電極２１１と、第一副表面めっき層４１１と、に接合されている。
【０１２５】
　第一ワイヤ６００は、ファーストボンディング部６１０およびセカンドボンディング部
６２０を有している。第一ワイヤ６００は、直径が２０μｍ程度のＡｕからなる。
【０１２６】
　ファーストボンディング部６１０は、第一副表面めっき層４１１に対して接合されてお
り、冠状の塊部分を有する。
【０１２７】
　セカンドボンディング部６２０は、第一バンプ６３０を介して半導体素子２００の第一
表面電極２１１に接合されている。セカンドボンディング部６２０は、先端に向かうほど
厚さ方向ｚ厚さが小となるテーパ形状となっている。
【０１２８】
　第一バンプ６３０は、ファーストボンディング部６１０の上記塊部分に類似した部位で
ある。本実施形態においては、第一バンプ６３０は、ファーストボンディング部６１０の
上記塊部分よりも体積が若干小である。第一バンプ６３０は、厚さ方向ｚ視において、主
全厚部３３０に重なっている。なお、図１０に、図１に示した半導体装置のセカンドボン
ディング部６２０の拡大画像を示している。
【０１２９】
　第二ワイヤ７００は、半導体素子２００に直接接続され、半導体素子２００および第二
副リード５００を導通させている。具体的には、第二ワイヤ７００は、半導体素子２００
の第二表面電極２１２と、第二副表面めっき層５１１と、に接合されている。
【０１３０】
　第二ワイヤ７００は、ファーストボンディング部７１０およびセカンドボンディング部
７２０を有している。第二ワイヤ７００は、直径が２０μｍ程度のＡｕからなる。
【０１３１】
　ファーストボンディング部７１０は、第二副表面めっき層５１１に対して接合されてお
り、冠状の塊部分を有する。
【０１３２】
　セカンドボンディング部７２０は、第二バンプ７３０を介して半導体素子２００の第二
表面電極２１２に接合されている。セカンドボンディング部７２０は、先端に向かうほど
厚さ方向ｚ厚さが小となるテーパ形状となっている。
【０１３３】
　第二バンプ７３０は、ファーストボンディング部７１０の上記塊部分に類似した部位で
ある。第二バンプ７３０は、厚さ方向ｚ視において、主全厚部３３０に重なっている。本
実施形態においては、第二バンプ７３０は、ファーストボンディング部７１０の上記塊部
分よりも体積が若干小である。
【０１３４】
　樹脂パッケージ８００は、半導体素子２００と、主リード３００と、第一副リード４０
０と、第二副リード５００と、第一ワイヤ６００と、第二ワイヤ７００と、を覆っている
。樹脂パッケージ８００は、たとえば、黒色のエポキシ樹脂からなる。また、樹脂パッケ
ージ８００は、主リード３００の主リード裏面３２０、第一副リード４００の第一副リー
ド裏面４２０および第二副リード５００の第二副リード裏面５２０のいずれもを厚さ方向
ｚ下方側に露出させている。
【０１３５】
　樹脂パッケージ８００は、樹脂主面８０１と、樹脂裏面８０２と、第一樹脂側面８０３
と、第二樹脂側面８０４と、第一樹脂端面８０５と、第二樹脂端面８０６と、を有する。
【０１３６】
　樹脂主面８０１は、主リード主面３１０の向く方向と同一方向を向いている。本実施形
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態において樹脂主面８０１は平坦である。
【０１３７】
　樹脂裏面８０２は、主リード裏面３２０の向く方向と同一方向を向いている。すなわち
、樹脂裏面８０２は、樹脂主面８０１の向く方向とは反対方向を向いている。樹脂裏面８
０２は、平坦である。樹脂裏面８０２からは、主リード３００と、第一副リード４００と
、第二副リード５００とが露出している。そして、本実施形態では、樹脂裏面８０２は、
主リード裏面３２０と、第一副リード裏面４２０と、第二副リード裏面５２０とのいずれ
とも面一となっている。
【０１３８】
　第一樹脂側面８０３は、第一副リード４００における第一副リード側面４８２の向く方
向と同一方向を向いている。第一樹脂側面８０３は、平坦である。第一樹脂側面８０３か
らは、第一副リード４００が露出している。本実施形態においては、第二樹脂側面８０４
からは、第一副全厚部４３０が露出している。そして、第一樹脂側面８０３は、第一副リ
ード側面４８２と面一となっている。本実施形態においては更に、第一樹脂側面８０３は
、主リード３００が露出している。具体的には、第一樹脂側面８０３は、主リード３００
における主側方連結部３５１が露出している。そして、第一樹脂側面８０３は、主側方連
結部３５１の端面と面一となっている。
【０１３９】
　第二樹脂側面８０４は、第二副リード５００における第二副リード側面５８２の向く方
向と同一方向を向いている。第二樹脂側面８０４は、平坦である。第二樹脂側面８０４か
らは、第二副リード５００が露出している。そして、第二樹脂側面８０４は、第二副リー
ド側面５８２と面一となっている。本実施形態においては、第二樹脂側面８０４からは、
第二副全厚部５３０が露出している。本実施形態においては更に、第二樹脂側面８０４は
、主リード３００が露出している。具体的には、第二樹脂側面８０４は、主リード３００
における主側方連結部３５１が露出している。そして、第二樹脂側面８０４は、主側方連
結部３５１の端面と面一となっている。
【０１４０】
　第一樹脂端面８０５は、第一副リード４００における第一副リード端面４８１の向く方
向と同一方向を向いている。第一樹脂端面８０５は平坦である。第一樹脂端面８０５から
は、第一副リード４００が露出している。そして、第一樹脂端面８０５は、第一副リード
端面４８１と面一となっている。本実施形態においては、第一樹脂端面８０５からは、第
一副全厚部４３０が露出している。同様に、第一樹脂端面８０５は、第二副リード５００
における第二副リード端面５８１の向く方向と同一方向を向いている。第一樹脂端面８０
５からは、第二副リード５００が露出している。そして、第一樹脂端面８０５は、第二副
リード端面５８１と面一となっている。本実施形態においては、第一樹脂端面８０５から
は、第二副全厚部５３０が露出している。
【０１４１】
　第二樹脂端面８０６は、第一樹脂端面８０５の向く方向とは反対方向を向いている。第
二樹脂端面８０６は平坦である。第二樹脂端面８０６からは、主リード３００が露出して
いる。本実施形態においては、第二樹脂端面８０６からは主後方連結部３５２が露出して
いる。第二樹脂端面８０６は、主後方連結部３５２の端面と面一となっている。
【０１４２】
　なお、樹脂における面と、リード（主リード３００、第一副リード４００、あるいは第
二副リード５００）の面とが面一となっているのは、半導体装置１０１の製造の際、リー
ドフレームと、樹脂パッケージになる樹脂部材とが、一括してダイシングされるからであ
る。図１１には、図１に示した半導体装置の製造方法における一工程の断面図を示してい
る。同図は、第一副リード４００の近傍を示すものである。なお、本実施形態では、同図
の線Ｃｔ１に沿って、リードおよび樹脂部材がダイシングされる。
【０１４３】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
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【０１４４】
　本実施形態においては、半導体素子２００は、半導体素子２００の厚さ方向ｚ視におい
て、主リード３００に重ならない部分を有する。このような構成によると、厚さ方向ｚ視
において、主リード３００のサイズを、半導体素子２００のサイズよりも、比較的小さく
することができる。これにより、樹脂パッケージ８００の厚さ方向ｚ視におけるサイズは
、主リード３００ではなく、半導体素子２００によって決定されることとなる。これによ
り、半導体装置１０１の厚さ方向ｚ視におけるサイズの小型化を図ることができる。
【０１４５】
　本実施形態においては、主リード３００は、主全厚部３３０および主ひさし部３４０を
含む。このような構成によると、半導体素子２００と、主リード３００との接合面積を大
きくすることができる。これにより、半導体素子２００を主リード３００により確実に接
合できる。
【０１４６】
そして、第一ワイヤ６００のセカンドボンディング部６２０が第一バンプ６３０を介して
第一表面電極２１１に接合され、第二ワイヤ７００のセカンドボンディング部７２０が第
二バンプ７３０を介して第二表面電極２１２に接合された構成とすることにより、第一ワ
イヤ６００および第二ワイヤ７００の厚さ方向ｚ高さを削減することができる。これは、
半導体装置１０１の厚さ方向ｚ高さを低くするのに寄与する。したがって、本実施形態に
よれば、半導体装置１０１の小型化を図ることができる。
【０１４７】
　ゲート電極としての第一表面電極２１１が、ソース電極としての第二表面電極２１２よ
りも第一副リード４００および第二副リード５００に対して離間していることにより、第
一ワイヤ６００の長さを第二ワイヤ７００よりも長くすることができる。長さが長い第一
ワイヤ６００の方が、特にセカンドボンディング部６２０における接合強度を高めやすい
。一般に、ゲート電極としての第一表面電極２１１は、半導体層２３１の比較的平滑な面
上において絶縁層（図示略）を介して形成される。このような第一表面電極２１１は、ワ
イヤボンディングの接合強度を比較的向上させにくい。一方、ソース電極としての第二表
面電極２１２は、半導体層２３１に形成された複数のトレンチ（竪穴）に充填された金属
部に繋がっていることが多い。このような構成により、第二表面電極２１２は、ワイヤボ
ンディングの接合強度を比較的向上させやすい。したがって、相対的に接合強度不足が懸
念されるゲート電極としての第一表面電極２１１に接合強度を高めやすい第一ワイヤ６０
０を接合することは、ワイヤ剥離などの不具合を回避するのに有利である。
【０１４８】
　主ひさし部３４０が、主前方部３４１を有することにより、主リード３００と樹脂パッ
ケージ８００との接合強度を高めることができる。また、半導体素子２００と第一副リー
ド４００および第二副リード５００とを近づけつつ、主リード裏面３２０と第一副リード
裏面４２０および第二副リード裏面５２０とが不当に近づいてしまうことを回避すること
ができる。
【０１４９】
　主ひさし部３４０が主側方部３４２および主後方部３４３を有することにより、主リー
ド３００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。主全厚部３３０の
すべてが、主ひさし部３４０に囲まれている構成は、主リード３００と樹脂パッケージ８
００との接合強度を高めるのに好適である。
【０１５０】
　主側方連結部３５１および主後方連結部３５２は、半導体装置１０１の製造工程におい
て主リード３００を適切に保持する。主側方連結部３５１のｙ方向端面および主後方連結
部３５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出するものの主リード裏面３２０
とは離間している。このため、半導体装置１０１を面実装するためのはんだが主側方連結
部３５１のｙ方向端面および主後方連結部３５２のｘ方向端面に誤って広がってしまうお
それが少ない。
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【０１５１】
　主リード主面３１０に、主表面めっき層３１１が形成されていることにより、半導体素
子２００の裏面電極２２０と主リード主面３１０との接合強度を高めることができる。主
表面めっき層３１１が、主ひさし部３４０のすべてに重なることにより、主リード主面３
１０として利用できる面積を拡大することができる。
【０１５２】
　第一副リード４００が、第一副ひさし部４４０を有することにより、第一副リード４０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第一副ひさし部４４０が
、第一副前方部４４１を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第一副リード裏面４２０と主リード裏面３２０との距離とが不当に近づいてしまうこ
とを回避することができる。これは、半導体装置１０１の全体が小型化する場合であって
も、第一副リード裏面４２０と主リード裏面３２０とが、第一副リード裏面４２０に付着
するハンダと、主リード裏面３２０に付着するハンダと、を経由して、導通してしまう不
具合を防止できることを意味する。
【０１５３】
　第一副ひさし部４４０が、第一副内方部４４２を有することにより、第一副リード４０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第一副ひさし部４４０が
、第一副内方部４４２を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第一副リード裏面４２０と第二副リード裏面５２０との距離とが不当に近づいてしま
うことを回避することができる。これは、半導体装置１０１の全体が小型化する場合であ
っても、第一副リード裏面４２０と第二副リード裏面５２０とが、第一副リード裏面４２
０に付着するハンダと、第二副リード裏面５２０に付着するハンダと、を経由して、導通
してしまう不具合を防止できることを意味する。
【０１５４】
　本実施形態においては、第一副リード４００は、第一副リード裏面４２０につながる第
一副リード端面４８１を有する。第一副リード端面４８１は、樹脂パッケージ８００から
露出している。そのため、第一副リード裏面４２０をより広くすることができる。これに
より、樹脂パッケージ８００を形成するための樹脂モールドの際に用いるテープ９０１（
図１１参照）と、第一副リード裏面４２０と、をより強固に接合できる。そのため、樹脂
モールドの際に、テープ９０１と、第一副リード裏面４２０との間に樹脂材が入り込むこ
とを防止できる。これにより、第一副リード裏面４２０に樹脂バリが発生することを防止
できる。同様に、第一副リード側面４８２が樹脂パッケージ８００から露出していること
によっても同様の効果を奏する。また、第二副リード５００における第二副リード端面５
８１が樹脂パッケージ８００から露出していること、および、第二副リード側面５８２が
露出していること、によっても、第一副リード４００に対する効果と上述の同様の効果を
奏する。
【０１５５】
　第一副リード主面４１０に、第一副表面めっき層４１１が形成されていることにより、
第一ワイヤ６００と第一副リード主面４１０との接合強度を高めることができる。
【０１５６】
　第二副リード５００が、第二副ひさし部５４０を有することにより、第二副リード５０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第二副ひさし部５４０が
、第二副前方部５４１を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第二副リード裏面５２０と主リード裏面３２０との距離とが不当に近づいてしまうこ
とを回避することができる。
【０１５７】
　第二副ひさし部５４０が、第二副内方部５４２を有することにより、第二副リード５０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第二副ひさし部５４０が
、第二副内方部５４２を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第二副リード裏面５２０と第一副リード裏面４２０との距離とが不当に近づいてしま
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うことを回避することができる。これは、半導体装置１０１の全体が小型化する場合であ
っても、第一副リード裏面４２０と第二副リード裏面５２０とが、第一副リード裏面４２
０に付着するハンダと、第二副リード裏面５２０に付着するハンダと、を経由して、導通
してしまう不具合を防止できることを意味する。
【０１５８】
　第二副リード主面５１０に、第二副表面めっき層５１１が形成されていることにより、
第二ワイヤ７００と第二副リード主面５１０との接合強度を高めることができる。
【０１５９】
　半導体素子２００と主リード３００の主リード主面３１０との接合においては、金属単
体層からなる裏面電極２２０が、主リード主面３１０に直接接合されており、その接合に
際しては振動が付与されていない。このような構成により、主リード３００のうち半導体
素子２００の周囲に位置する領域に、振動を加味した余裕領域を設定する必要がない。こ
れは、半導体装置１０１の小型化に有利である。
【０１６０】
　図１２、図１３を用いて、本発明の第２実施形態について説明する。
【０１６１】
　図１２は、本発明の第２実施形態にかかる半導体装置の斜視図である。図１３は、図１
２に示した半導体装置の平面図である。
【０１６２】
　これらの図に示す半導体装置１０２は、第一副リード４００および第二副リード５００
の形状が半導体装置１０１とは異なる。以下に述べるもの以外の構成は、半導体装置１０
１と同様であるから、第１実施形態と同様の符号を付して、説明を省略する。
【０１６３】
　本実施形態においては、第一副リード４００は、第一副全厚部４３０と、第一副ひさし
部４４０と、に加え、第一副延出部４６０を含む。
【０１６４】
　本実施形態においては、第一副全厚部４３０が樹脂パッケージ８００から露出していな
い。
【０１６５】
　第一副延出部４６０は、厚さ方向ｚに対して直角である方向に、第一副全厚部４３０か
ら延出している。第一副延出部４６０の厚さは、たとえば第一副全厚部４３０の半分であ
り、０．０５ｍｍ程度である。第一副延出部４６０は、第一副リード裏面４２０を構成し
ている。一方、第一副延出部４６０は、第一副リード主面４１０を構成していない。第一
副延出部４６０は、厚さ方向ｚ視において、樹脂パッケージ８００の外方に向かって、樹
脂パッケージ８００から露出している。具体的には、第一副延出部４６０は、樹脂パッケ
ージ８００から方向ｘおよび方向ｙに向かって、樹脂パッケージ８００から露出している
。そのため、第一副延出部４６０は、第一副リード端面４８１および第一副リード側面４
８２を構成している。
【０１６６】
　本実施形態においては、第一副延出部４６０は、第一副後方部４６１および第一副側方
部４６２を有する。
【０１６７】
　第一副後方部４６１は、第一副全厚部４３０から主リード３００の位置する側とは反対
側に向かって突出している。第一副後方部４６１は、第一副リード端面４８１を構成して
いる。第一副側方部４６２は、第一副全厚部４３０から第二副リード５００の位置する側
とは反対側に向かって突出している。第一副側方部４６２は、第一副リード側面４８２を
構成している。
【０１６８】
　本実施形態においては、第二副全厚部５３０が樹脂パッケージ８００から露出していな
い。
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【０１６９】
　第二副延出部５６０は、厚さ方向ｚに対して直角である方向に、第二副全厚部５３０か
ら延出している。第二副延出部５６０の厚さは、たとえば第二副全厚部５３０の半分であ
り、０．０５ｍｍ程度である。第二副延出部５６０は、第二副リード裏面５２０を構成し
ている。一方、第二副延出部５６０は、第二副リード主面５１０を構成していない。第二
副延出部５６０は、厚さ方向ｚ視において、樹脂パッケージ８００の外方に向かって、樹
脂パッケージ８００から露出している。具体的には、第二副延出部５６０は、樹脂パッケ
ージ８００から方向ｘおよび方向ｙに向かって、樹脂パッケージ８００から露出している
。そのため、第二副延出部５６０は、第二副リード端面５８１および第二副リード側面５
８２を構成している。
【０１７０】
　本実施形態においては、第二副延出部５６０は、第二副後方部５６１および第二副側方
部５６２を有する。
【０１７１】
　第二副後方部５６１は、第二副全厚部５３０から主リード３００の位置する側とは反対
側に向かって突出している。第二副後方部５６１は、第二副リード端面５８１を構成して
いる。第二副側方部５６２は、第二副全厚部５３０から第一副リード４００の位置する側
とは反対側に向かって突出している。第二副側方部５６２は、第二副リード側面５８２を
構成している。
【０１７２】
　なお、半導体装置１０２を製造する際、半導体装置１０１の説明で用いた図１１の線Ｃ
ｔ２に沿って、リードおよび樹脂部材がダイシングされる。
【０１７３】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１７４】
　本実施形態によると、半導体装置１０１に関して述べたのと同様の作用効果に加え、以
下の作用効果を奏する。
【０１７５】
　本実施形態によると、リードフレームのうち第一副リード４００を切断する際、第一副
全厚部４３０をダイシングする必要がなく、比較的薄い部分をダイシングすればよい。バ
リの発生は、切断するリードフレームの厚さに比例する。そのため、リードフレームのう
ち第一副リード４００となるべき部位を切断することにより形成されうる金属バリの発生
を抑制することができる。同様に、リードフレームのうち第二副リード５００となるべき
部位を切断することにより形成されうる金属バリの発生を抑制することができる。
【０１７６】
　なお、実際のところ、主リード３００、第一副リード４００および第二副リード５００
をエッチングによってパターン形成した場合、主全厚部３３０と主ひさし部３４０との境
界は、図１～図１３等に示した明確な角は形成されず、曲面となりうる。同様に、第一副
リード４００における第一副全厚部４３０と第一副ひさし部４４０との境界、第一副ひさ
し部４４０と第一副延出部４６０との境界、第二副リード５００における第二副全厚部５
３０と第二副ひさし部５４０との境界、および、第二副ひさし部５４０と第二副延出部５
６０との境界等も、曲面となりうる。これは、図１～図１３等に示した形態を意図した設
計を経たとしても、半導体装置１０１，１０２が上述した非常に小型の構成である場合、
エッチングの過程において上述した曲面が不可避的に生じる場合があるからである。
【０１７７】
　図１５には、半導体装置の変形例を示している。同図に示すように、ゲート電極たる第
一表面電極２１１と、ソース電極たる第二表面電極２１２と、セカンドボンディング部６
２０，７２０と、第一バンプ６３０と、第二バンプ７３０と、の位置が、図２に示した半
導体装置とは異なっている。図１５に示した半導体装置についてのこれらの位置以外の説
明は、半導体装置１０１に関して述べた説明を適用できるから、位置以外の説明を省略す



(22) JP 6352009 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

る。図２では、ゲート電極たる第一表面電極２１１は半導体素子２００における左寄りに
位置しており、ソース電極たる第二表面電極２１２は半導体素子２００における右寄りに
位置していた。また、セカンドボンディング部６２０および第一バンプ６３０は、セカン
ドボンディング部７２０および第二バンプ７３０よりも左側に位置していた。一方、図１
５では、ゲート電極たる第一表面電極２１１は、半導体素子２００における右寄りに位置
しており、ソース電極たる第二表面電極２１２は半導体素子２００における左寄りに位置
している。また、セカンドボンディング部６２０および第一バンプ６３０は、セカンドボ
ンディング部７２０および第二バンプ７３０の右側に位置している。このように、平面視
における、ゲート電極たる第一表面電極２１１と、ソース電極たる第二表面電極２１２と
の位置は自在に変更可能である。
【０１７８】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の各部の具体的な構成
は、種々に設計変更自在である。半導体素子は、トランジスタに限定されず、たとえば、
ダイオードであってもよい。
【０１７９】
　図１６～図２４は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の一例を示している。
【０１８０】
　本実施形態の半導体装置１０１は、半導体素子２００、主リード３００、第１副リード
４００、第２副リード５００、第１ワイヤ６００、第２ワイヤ７００および樹脂パッケー
ジ８００を備えている。半導体装置１０１は、いわゆる面実装が可能な比較的小型の半導
体装置として構成されており、大きさの一例を挙げると、ｘ方向寸法が０．８ｍｍ程度、
ｙ方向寸法が０．６ｍｍ程度、ｚ方向寸法が０．３６ｍｍ程度である。なお、ｚ方向は、
本発明で言う半導体素子、主リード、第１副リードおよび第２副リードの厚さ方向である
。図１６は、半導体装置１０１をｚ方向上方から見た斜視図である。図１７は、半導体装
置１０１をｚ方向下方から見た斜視図である。図１８は、半導体装置１０１の平面図であ
る。図１９は、図１８のＸＩＸ－ＸＩＸ線に沿うｚｘ平面における断面図である。図２０
は、図１８のＸＸ－ＸＸ線に沿うｚｘ平面における断面図である。図２１は、半導体素子
２００を横切るｚｘ平面における要部拡大断面図である。図２２は、図１８のＸＸＩＩ－
ＸＸＩＩ線に沿うｙｚ平面における断面図である。図２３は、図１８のＸＸＩＩＩ－ＸＸ
ＩＩＩ線に沿うｙｚ平面における断面図である。図２４は、図１８のＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ
線に沿うｙｚ平面における断面図である。
【０１８１】
　半導体素子２００は、本実施形態においては、いわゆるトランジスタとして構成されて
いる。半導体素子２００は、表面２０１および裏面２０２を有しており、第１表面電極２
１１、第２表面電極２１２および裏面電極２２０が形成されている。表面２０１および裏
面２０２は、ｚ方向において互いに反対方向を向いている。半導体素子２００の大きさの
一例を挙げると、ｘ方向寸法が３００μｍ程度、ｙ方向寸法が３００μｍ程度である。
【０１８２】
　図２５に示すように、第１表面電極２１１および第２表面電極２１２は、表面２０１に
形成されており、たとえばＡｕめっき層からなる電極層２１３の一部ずつによって構成さ
れている。本実施形態においては、第１表面電極２１１がゲート電極であり、第２表面電
極２１２がソース電極である。本実施形態においては、図１８および図２５において、第
１表面電極２１１がｘ方向左方側に位置し、第２表面電極２１２がｘ方向右方側に位置す
る。また、第１表面電極２１１がｙ方向図中下方側に位置し、第２表面電極２１２がｙ方
向図中上方側に位置する。裏面電極２２０は、裏面２０２に形成されている。本実施形態
においては、裏面電極２２０がドレイン電極である。
【０１８３】
　電極層２３１の一部が除去されることにより、除去領域２１４が形成されている。除去
領域２１４は、第１表面電極２１１を囲む形状とされている。より具体的には、除去領域
２１４は、半導体素子２００の四辺に沿って互いに平行に延びる部分と、第１表面電極２
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１１を囲むべく比較的広い面積を挟んで位置する部分と、を有している。このような環状
とされた除去領域２１４によって第１表面電極２１１と第２表面電極２１２とが絶縁され
ている。
【０１８４】
　第２表面電極２１２の周辺領域は、アクティブ領域２１６とされている。アクティブ領
域２１６には、表面２０１からｚ方向内方にある部位に、ＭＯＳＦＥＴ２１７が作りこま
れている。ＭＯＳＦＥＴ２１７は、マトリクス状に配置された複数の単位セル２１８によ
って構成されている。なお、複数の単位セル２１８の配列形態は、マトリクス状に限らず
、たとえばストライプ状、千鳥状であってもよい。
【０１８５】
　なお、本実施形態においては、ソース電極としての第２表面電極２１２が１つ設けられ
ているが、これに限定されず、複数の第２表面電極２１２を設けてもよい。
【０１８６】
　図２１は、半導体素子２００の裏面電極２２０付近を示している。本実施形態の半導体
素子２００は、半導体層２３１および共晶層２３２を有している。半導体層２３１は、ト
ランジスタとして機能する各部位が作りこまれた層であり、たとえばＳｉからなる。共晶
層２３２は、半導体層２３１を構成する半導体と金属との共晶体からなる。本実施形態に
おいては、共晶層２３２は、半導体としてのＳｉと金属としてのＡｕとの共晶体からなる
。共晶層２３２は、半導体層２３１にＡｕからなる層を積層させた後に、これらを加熱す
ることによる合金化処理によって形成される。共晶層２３２のｚ方向下方には、裏面電極
２２０が積層されている。裏面電極２２０は、たとえば共晶層２３２に対して蒸着によっ
てＡｕの層が形成されたものであり、本発明で言う金属単体層の一例である。共晶層２３
２は、その厚さがたとえば１２００ｎｍ程度である。金属単体層としての裏面電極２２０
は、その厚さがたとえば６００ｎｍ程度であり、共晶層２３２よりも薄い。本実施形態に
おいては、共晶層２３２のｚ方向下方を向く面を半導体素子２００の裏面２０２と定義し
ている。
【０１８７】
　主リード３００は、ダイパッド部３１０、主裏面端子部３２０、主全厚部３３０および
主ひさし部３４０を有している。主リード３００は、たとえばＣｕからなる金属板に対し
てエッチングなどのパターニングが施されることによって形成される。
【０１８８】
　ダイパッド部３１０は、ｚ方向上方を向いており、半導体素子２００が搭載される部位
である。本実施形態においては、ダイパッド部３１０は、ｘ方向寸法が０．４ｍｍ程度、
ｙ方向寸法が０．５ｍｍ程度の矩形状である。また、本実施形態においては、ダイパッド
部３１０に主表面めっき層３１１が形成されている。主表面めっき層３１１は、ダイパッ
ド部３１０の全域にわたって形成されている。主表面めっき層３１１は、たとえば厚さが
２μｍ程度のＡｇからなる。なお、図１６においては、理解の便宜上、主表面めっき層３
１１にハーフトーンを施している。
【０１８９】
　主裏面端子部３２０は、ダイパッド部３１０とは反対側のｚ方向下方を向いており、半
導体装置１０１を面実装するために用いられる。主裏面端子部３２０は、ｘ方向寸法が０
．１８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．４８ｍｍ程度の矩形状である。主裏面端子部３２０は
、ｚ方向視においてダイパッド部３１０にその全てが重なっており、ダイパッド部３１０
に内包されている。本実施形態においては、主リード３００には、主裏面めっき層３２１
が形成されている。主裏面めっき層３２１は、主リード３００のうち主裏面端子部３２０
を形成するための部位に積層されており、たとえば厚さが０．０６ｍｍ程度のＮｉ、Ｓｎ
またはこれらの合金からなる。本実施形態においては、便宜上、主裏面めっき層３２１の
ｚ方向下面を主裏面端子部３２０と定義するが、たとえば主裏面めっき層３２１を有しな
い構成においては、上述したＣｕからなる部分によって主裏面端子部３２０が構成されて
もよい。
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【０１９０】
　主全厚部３３０は、ｚ方向においてダイパッド部３１０から主裏面端子部３２０にわた
る部位である。本実施形態においては、主全厚部３３０は、主裏面めっき層３２１を除い
たＣｕからなる部位を指し、その厚さが０．１ｍｍ程度である。主全厚部３３０は、主裏
面端子部３２０と同様に、ｘ方向寸法が０．１８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．４８ｍｍ程
度である。
【０１９１】
　主ひさし部３４０は、主全厚部３３０のダイパッド部３１０側部分からｚ方向に対して
直角であるｘ方向およびｙ方向に突出している。主ひさし部３４０は、ｚ方向上端面が主
全厚部３３０と面一となっている。本実施形態においては、主ひさし部３４０は、主前方
部３４１、主側方部３４２および主後方部３４３を有している。主ひさし部３４０の厚さ
は、たとえば主全厚部３３０の半分であり、０．０５ｍｍ程度である。
【０１９２】
　主前方部３４１は、ｘ方向において主全厚部３３０から第１副リード４００および第２
副リード５００に向かって突出している。本実施形態においては、主前方部３４１は、ｘ
方向寸法が０．２１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．５ｍｍ程度の矩形状である。
【０１９３】
　主側方部３４２は、主全厚部３３０からｙ方向に向かって突出している。本実施形態に
おいては、２つの主側方部３４２が形成されている。主側方部３４２は、ｘ方向寸法が０
．１８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．０１ｍｍ程度である。また、本実施形態においては、
主リード３００は、２つの主側方連結部３５１を有している。主側方連結部３５１は、主
ひさし部３４０の主側方部３４２から延びており、主側方部３４２と同じ厚さとされてい
る。主側方連結部３５１のｙ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出している。主側
方連結部３５１は、ｘ方向寸法が０．１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．０４ｍｍ程度である
。
【０１９４】
　主後方部３４３は、主全厚部３３０から主前方部３４１とは反対側に突出している。主
後方部３４３は、ｘ方向寸法が０．０１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．５ｍｍ程度である。
本実施形態においては、主リード３００は、２つの主後方連結部３５２を有している。主
後方連結部３５２は、主ひさし部３４０の主後方部３４３から延びており、主後方部３４
３と同じ厚さとされている。主後方連結部３５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００
から露出している。主後方連結部３５２は、ｘ方向寸法が０．０４ｍｍ程度、ｙ方向寸法
が０．１ｍｍ程度である。
【０１９５】
　上述した構成により、本実施形態においては、ｚ方向視において主全厚部３３０のすべ
てが主ひさし部３４０に囲まれている。また、主全厚部３３０および主ひさし部３４０の
ｚ方向上面が、ダイパッド部３１０となっており、主表面めっき層３１１は、主全厚部３
３０および主ひさし部３４０のすべてに重なっている。また、図１８によく表れているよ
うに、半導体素子２００は、ｚ方向視においてその半分程度が主全厚部３３０に重なり、
その他の半分程度が主ひさし部３４０の主前方部３４１に重なっている。そして、ゲート
電極としての第１表面電極２１１が主全厚部３３０と重なっており、ソース電極としての
第２表面電極２１２が主ひさし部３４０の主前方部３４１に重なっている。
【０１９６】
　図２１に示すように、半導体素子２００は、裏面電極２２０がダイパッド部３１０（主
表面めっき層３１１）に接合されている。具体的には、金属単体層としての裏面電極２２
０が、ダイパッド部３１０（主表面めっき層３１１）に対してたとえば熱圧着の手法によ
って直接接合されている。この熱圧着においては、振動は付与されず、熱と圧力のみが付
与される。
【０１９７】
　第１副リード４００は、主リード３００に対してｘ方向に離間して配置されており、第



(25) JP 6352009 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

１ワイヤボンディング部４１０、第１副裏面端子部４２０、第１副全厚部４３０および第
１副ひさし部４４０を有している。第１副リード４００は、たとえばＣｕからなる金属板
に対してエッチングなどのパターニングが施されることによって形成される。
【０１９８】
　第１ワイヤボンディング部４１０は、ｚ方向上方を向いており、第１ワイヤ６００がボ
ンディングされる部位である。本実施形態においては、第１ワイヤボンディング部４１０
は、ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．２ｍｍ程度の矩形状である。また、
本実施形態においては、第１ワイヤボンディング部４１０に第１副表面めっき層４１１が
形成されている。第１副表面めっき層４１１は、第１ワイヤボンディング部４１０の全域
にわたって形成されている。第１副表面めっき層４１１は、たとえば厚さが２μｍ程度の
Ａｇからなる。なお、図１６においては、理解の便宜上、第１副表面めっき層４１１にハ
ーフトーンを施している。
【０１９９】
　第１副裏面端子部４２０は、第１ワイヤボンディング部４１０とは反対側のｚ方向下方
を向いており、半導体装置１０１を面実装するために用いられる。第１副裏面端子部４２
０は、ｘ方向寸法が０．１８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１３ｍｍ程度の矩形状である。
第１副裏面端子部４２０は、ｚ方向視において第１ワイヤボンディング部４１０にその全
てが重なっており、第１ワイヤボンディング部４１０に内包されている。本実施形態にお
いては、第１副リード４００には、第１副裏面めっき層４２１が形成されている。第１副
裏面めっき層４２１は、第１副リード４００のうち第１副裏面端子部４２０を形成するた
めの部位に積層されており、たとえば厚さが０．０６ｍｍ程度のＮｉ、Ｓｎまたはこれら
の合金からなる。本実施形態においては、便宜上、第１副裏面めっき層４２１のｚ方向下
面を第１副裏面端子部４２０と定義するが、たとえば第１副裏面めっき層４２１を有しな
い構成においては、上述したＣｕからなる部分によって第１副裏面端子部４２０が構成さ
れてもよい。
【０２００】
　第１副全厚部４３０は、ｚ方向において第１ワイヤボンディング部４１０から第１副裏
面端子部４２０にわたる部位である。本実施形態においては、第１副全厚部４３０は、第
１副裏面めっき層４２１を除いたＣｕからなる部位を指し、その厚さが０．１ｍｍ程度で
ある。第１副全厚部４３０は、第１副裏面端子部４２０と同様に、ｘ方向寸法が０．１８
ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１３ｍｍ程度である。
【０２０１】
　第１副ひさし部４４０は、第１副全厚部４３０の第１ワイヤボンディング部４１０側部
分からｚ方向に対して直角であるｘ方向およびｙ方向に突出している。第１副ひさし部４
４０は、ｚ方向上端面が第１副全厚部４３０と面一となっている。本実施形態においては
、第１副ひさし部４４０は、第１副前方部４４１、第１副側方部４４２および第１副後方
部４４３を有している。第１副ひさし部４４０の厚さは、たとえば第１副全厚部４３０の
半分であり、０．０５ｍｍ程度である。
【０２０２】
　第１副前方部４４１は、ｘ方向において第１副全厚部４３０から主リード３００に向か
って突出している。本実施形態においては、第１副前方部４４１は、ｘ方向寸法が０．０
１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．２ｍｍ程度である。
【０２０３】
　第１副側方部４４２は、第１副全厚部４３０からｙ方向に向かって突出している。本実
施形態においては、２つの第１副側方部４４２が形成されている。図１８においてｙ方向
図中上方に位置する第１副側方部４４２は、第２副リード５００に向かって突出しており
、ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．０６ｍｍ程度である。ｙ方向図中下方
に位置する第１副側方部４４２は、ｙ方向ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０
．０１ｍｍ程度である。また、本実施形態においては、第１副リード４００は、第１副側
方連結部４５１を有している。第１副側方連結部４５１は、第１副ひさし部４４０の第１
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副側方部４４２から図１８におけるｙ方向図中下方に延びており、第１副側方部４４２と
同じ厚さとされている。第１副側方連結部４５１のｙ方向端面は、樹脂パッケージ８００
から露出している。第１副側方連結部４５１は、ｘ方向寸法が０．１ｍｍ程度、ｙ方向寸
法が０．０４ｍｍ程度である。
【０２０４】
　第１副後方部４４３は、第１副全厚部４３０から第１副前方部４４１とは反対側に突出
している。第１副後方部４４３は、ｘ方向寸法が０．０１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１
４ｍｍ程度である。本実施形態においては、第１副リード４００は、第１副後方連結部４
５２を有している。第１副後方連結部４５２は、第１副ひさし部４４０の第１副後方部４
４３から延びており、第１副後方部４４３と同じ厚さとされている。第１副後方連結部４
５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出している。第１副後方連結部４５２
は、ｘ方向寸法が０．０４ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１ｍｍ程度である。
【０２０５】
　上述した構成により、本実施形態においては、ｚ方向視において第１副全厚部４３０の
すべてが第１副ひさし部４４０に囲まれている。また、第１副全厚部４３０および第１副
ひさし部４４０のｚ方向上面が、第１ワイヤボンディング部４１０となっており、第１副
表面めっき層４１１は、第１副全厚部４３０および第１副ひさし部４４０のすべてに重な
っている。
【０２０６】
　第２副リード５００は、ｙ方向において第１副リード４００と並んだ位置において主リ
ード３００に対してｘ方向に離間して配置されており、第２ワイヤボンディング部５１０
、第２副裏面端子部５２０、第２副全厚部５３０および第２副ひさし部５４０を有してい
る。第２副リード５００は、たとえばＣｕからなる金属板に対してエッチングなどのパタ
ーニングが施されることによって形成される。
【０２０７】
　第２ワイヤボンディング部５１０は、ｚ方向上方を向いており、第２ワイヤ７００がボ
ンディングされる部位である。本実施形態においては、第２ワイヤボンディング部５１０
は、ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．２ｍｍ程度の矩形状である。また、
本実施形態においては、第２ワイヤボンディング部５１０に第２副表面めっき層５１１が
形成されている。第２副表面めっき層５１１は、第２ワイヤボンディング部５１０の全域
にわたって形成されている。第２副表面めっき層５１１は、たとえば厚さが２μｍ程度の
Ａｇからなる。なお、図１６においては、理解の便宜上、第２副表面めっき層５１１にハ
ーフトーンを施している。
【０２０８】
　第２副裏面端子部５２０は、第２ワイヤボンディング部５１０とは反対側のｚ方向下方
を向いており、半導体装置１０１を面実装するために用いられる。第２副裏面端子部５２
０は、ｘ方向寸法が０．１８ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１３ｍｍ程度の矩形状である。
第２副裏面端子部５２０は、ｚ方向視において第２ワイヤボンディング部５１０にその全
てが重なっており、第２ワイヤボンディング部５１０に内包されている。本実施形態にお
いては、第２副リード５００には、第２副裏面めっき層５２１が形成されている。第２副
裏面めっき層５２１は、第２副リード５００のうち第２副裏面端子部５２０を形成するた
めの部位に積層されており、たとえば厚さが０．０６ｍｍ程度のＮｉ、Ｓｎまたはこれら
の合金からなる。本実施形態においては、便宜上、第２副裏面めっき層５２１のｚ方向下
面を第２副裏面端子部５２０と定義するが、たとえば第２副裏面めっき層５２１を有しな
い構成においては、上述したＣｕからなる部分によって第２副裏面端子部５２０が構成さ
れてもよい。
【０２０９】
　第２副全厚部５３０は、ｚ方向において第２ワイヤボンディング部５１０から第２副裏
面端子部５２０にわたる部位である。本実施形態においては、第２副全厚部５３０は、第
２副裏面めっき層５２１を除いたＣｕからなる部位を指し、その厚さが０．１ｍｍ程度で
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ある。第２副全厚部５３０は、第２副裏面端子部５２０と同様に、ｘ方向寸法が０．１８
ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１３ｍｍ程度である。
【０２１０】
　第２副ひさし部５４０は、第２副全厚部５３０の第２ワイヤボンディング部５１０側部
分からｚ方向に対して直角であるｘ方向およびｙ方向に突出している。第２副ひさし部５
４０は、ｚ方向上端面が第２副全厚部５３０と面一となっている。本実施形態においては
、第２副ひさし部５４０は、第２副前方部５４１、第２副側方部５４２および第２副後方
部５４３を有している。第２副ひさし部５４０の厚さは、たとえば第２副全厚部５３０の
半分であり、０．０５ｍｍ程度である。
【０２１１】
　第２副前方部５４１は、ｘ方向において第２副全厚部５３０から主リード３００に向か
って突出している。本実施形態においては、第２副前方部５４１は、ｘ方向寸法が０．０
１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．２ｍｍ程度である。
【０２１２】
　第２副側方部５４２は、第２副全厚部５３０からｙ方向に向かって突出している。本実
施形態においては、２つの第２副側方部５４２が形成されている。図１８においてｙ方向
図中下方に位置する第２副側方部５４２は、第１副リード４００に向かって突出しており
、ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．０６ｍｍ程度である。ｙ方向図中上方
に位置する第２副側方部５４２は、ｘ方向寸法が０．２ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．０１
ｍｍ程度である。また、本実施形態においては、第２副リード５００は、第２副側方連結
部５５１を有している。第２副側方連結部５５１は、第２副ひさし部５４０の第２副側方
部５４２から図１８におけるｙ方向図中上方に延びており、第２副側方部５４２と同じ厚
さとされている。第２副側方連結部５５１のｙ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露
出している。第２副側方連結部５５１は、ｘ方向寸法が０．１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０
．０４ｍｍ程度である。
【０２１３】
　第２副後方部５４３は、第２副全厚部５３０から第２副前方部５４１とは反対側に突出
している。第２副後方部５４３は、ｘ方向寸法が０．０１ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１
４ｍｍ程度である。本実施形態においては、第２副リード５００は、第２副後方連結部５
５２を有している。第２副後方連結部５５２は、第２副ひさし部５４０の第２副後方部５
４３から延びており、第２副後方部５４３と同じ厚さとされている。第２副後方連結部５
５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出している。第２副後方連結部５５２
は、ｘ方向寸法が０．０４ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．１ｍｍ程度である。
【０２１４】
　上述した構成により、本実施形態においては、ｚ方向視において第２副全厚部５３０の
すべてが第２副ひさし部５４０に囲まれている。また、第２副全厚部５３０および第２副
ひさし部５４０のｚ方向上面が、第２ワイヤボンディング部５１０となっており、第２副
表面めっき層５１１は、第２副全厚部５３０および第２副ひさし部５４０のすべてに重な
っている。
【０２１５】
　第１ワイヤ６００は、半導体素子２００の第１表面電極２１１と第１副リード４００の
第１ワイヤボンディング部４１０とに接合されており、ファーストボンディング部６１０
およびセカンドボンディング部６２０を有している。第１ワイヤ６００は、直径が２０μ
ｍ程度のＡｕからなる。
【０２１６】
　ファーストボンディング部６１０は、第１副リード４００の第１ワイヤボンディング部
４１０に対して接合されており、冠状の塊部分を有する。セカンドボンディング部６２０
は、第１バンプ６３０を介して半導体素子２００の第１表面電極２１１に接合されている
。セカンドボンディング部６２０は、先端に向かうほどｚ方向厚さが小となるテーパ形状
となっている。第１バンプ６３０は、ファーストボンディング部６１０の上記塊部分に類
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似した部位である。本実施形態においては、第１バンプ６３０は、ファーストボンディン
グ部６１０の上記塊部分よりも体積が若干小である。
【０２１７】
　第２ワイヤ７００は、半導体素子２００の第２表面電極２１２と第２副リード５００の
第２ワイヤボンディング部５１０とに接合されており、ファーストボンディング部７１０
およびセカンドボンディング部７２０を有している。第２ワイヤ７００は、直径が２０μ
ｍ程度のＡｕからなる。
【０２１８】
　ファーストボンディング部７１０は、第２副リード５００の第２ワイヤボンディング部
５１０に対して接合されており、冠状の塊部分を有する。セカンドボンディング部７２０
は、第２バンプ７３０を介して半導体素子２００の第２表面電極２１２に接合されている
。セカンドボンディング部７２０は、先端に向かうほどｚ方向厚さが小となるテーパ形状
となっている。第２バンプ７３０は、ファーストボンディング部７１０の上記塊部分に類
似した部位である。本実施形態においては、第２バンプ７３０は、ファーストボンディン
グ部７１０の上記塊部分よりも体積が若干小である。
【０２１９】
　樹脂パッケージ８００は、半導体素子２００と主リード３００、第１副リード４００お
よび第２副リード５００の一部ずつとを覆っており、たとえば黒色のエポキシ樹脂からな
る。また、樹脂パッケージ８００は、主リード３００の主裏面端子部３２０、第１副リー
ド４００の第１副裏面端子部４２０および第２副リード５００の第２副裏面端子部５２０
のいずれもをｚ方向下方側に露出させている。また、本実施形態においては、第１ワイヤ
６００および第２ワイヤ７００のｚ方向上端と樹脂パッケージ８００のｚ方向上端との距
離は、５０μｍ程度である。
【０２２０】
　次に、半導体装置１０１の製造方法の一例について、図２６～図３３を参照しつつ以下
に説明する。
【０２２１】
　図２６～図３２においては、第１ワイヤ６００をボンディングする工程を主に説明する
が、第２ワイヤ７００も同様の工程によりボンディングされる。まず、図２６に示すよう
に、主リード３００に半導体素子２００を接合しておく。この際、主リード３００、第１
副リード４００および第２副リード５００が複数個ずつ連結されたリードフレームを用い
ると、製造効率を向上させることができる。キャピラリＣｐを用意し、その先端からワイ
ヤ６０１を露出させる。ワイヤ６０１は、直径が２０μｍ程度のＡｕからなる。そして、
半導体素子２００の第１表面電極２１１の直上において、スパークを発生させることによ
り、ワイヤ６０１の先端にボール６０２を形成する。
【０２２２】
　次いで、図２７に示すように、キャピラリＣｐを下降させることにより、ボール６０２
を半導体素子２００の第１表面電極２１１に接合する。そして、ワイヤ６０１をキャピラ
リＣｐに対して固定させた状態でキャピラリＣｐを上昇させる。これにより、図２８に示
すように、第１表面電極２１１上に第１バンプ６３０が形成される。
【０２２３】
　次いで、図２９に示すように、第１副リード４００の第１ワイヤボンディング部４１０
の直上においてスパークを発生させることにより、ワイヤ６０１の先端にボール６０２を
再び形成する。次いで、図３０に示すように、キャピラリＣｐを下降させることにより、
ボール６０２を第１副リード４００の第１ワイヤボンディング部４１０に接合する。
【０２２４】
　次いで、キャピラリＣｐに対してワイヤ６０１を固定しない状態で、図３１に示すよう
にキャピラリＣｐを移動させる。これにより、まず、ファーストボンディング部６１０が
形成される。また、キャピラリＣｐの先端を第１バンプ６３０に押し付ける。この際、キ
ャピラリＣｐと第１バンプ６３０との間に、ワイヤ６０１が挟まれる格好となる。また、
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たとえば主リード３００を保持する支持台（図示略）を介して熱と振動とを付与してもよ
い。そして、ワイヤ６０１をキャピラリＣｐに対して固定した状態でキャピラリＣｐを半
導体素子２００から離間させる。これにより、セカンドボンディング部６２０が形成され
る。図３２は、セカンドボンディング部６２０および第１バンプ６３０をｚ方向上方から
撮影した拡大画像である。同図によく表れているように、平面視円形状の第１バンプ６３
０上に、やや広がった形状のセカンドボンディング部６２０が接合された構成となってい
る。
【０２２５】
　この後は、第１ワイヤ６００のボンディング工程とともに、第２ワイヤ７００のボンデ
ィング工程を行う。また、半導体素子２００と、主リード３００、第１副リード４００お
よび第２副リード５００の一部ずつと、第１ワイヤ６００および第２ワイヤ７００とを覆
うように、たとえば黒色のエポキシ樹脂を用いて板状の樹脂部材を形成する。図３３は、
上述したリードフレーム、半導体素子２００、第１ワイヤ６００および第２ワイヤ７００
を示しており、これらが上記樹脂部材（図示略）によって覆われている。そして、図中の
切断線ＣＬに沿って上記樹脂部材と上記リードフレームとを一括して切断することにより
、図１６～図２４に示す半導体装置１０１が得られる。
【０２２６】
　次に、半導体装置１０１の作用について説明する。
【０２２７】
　本実施形態によれば、ダイパッド部３１０および半導体素子２００が、ｚ方向視におい
て主全厚部３３０および主ひさし部３４０の双方に重なっている。主ひさし部３４０は、
主リード３００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高める機能を発揮する。この接合
強度の向上を図りつつ、主リード３００が半導体素子２００から過度にはみ出すことを抑
制することができる。これは、半導体装置１０１のｚ方向視寸法を小さくするのに寄与す
る。また、第１表面電極２１１および第２表面電極２１２の少なくともいずれかが、主ひ
さし部３４０に重なることは、半導体装置１０１のｚ方向視寸法を小さくするのに有利で
ある。そして、第１ワイヤ６００のセカンドボンディング部６２０が第１バンプ６３０を
介して第１表面電極２１１に接合され、第２ワイヤ７００のセカンドボンディング部７２
０が第２バンプ７３０を介して第２表面電極２１２に接合された構成とすることにより、
第１ワイヤ６００および第２ワイヤ７００のｚ方向高さを削減することができる。これは
、半導体装置１０１のｚ方向高さを低くするのに寄与する。したがって、本実施形態によ
れば、半導体装置１０１の小型化を図ることができる。
【０２２８】
　ゲート電極としての第１表面電極２１１が、ソース電極としての第２表面電極２１２よ
りも第１副リード４００および第２副リード５００に対して離間していることにより、第
１ワイヤ６００の長さを第２ワイヤ７００よりも長くすることができる。長さが長い第１
ワイヤ６００の方が、特にセカンドボンディング部６２０における接合強度を高めやすい
。一般に、ゲート電極としての第１表面電極２１１は、半導体層２３１の比較的平滑な面
上において絶縁層（図示略）を介して形成される。このような第１表面電極２１１は、ワ
イヤボンディングの接合強度を比較的向上させにくい。一方、ソース電極としての第２表
面電極２１２は、半導体層２３１に形成された複数のトレンチ（竪穴）に充填された金属
部に繋がっていることが多い。このような構成により、第２表面電極２１２は、ワイヤボ
ンディングの接合強度を比較的向上させやすい。したがって、相対的に接合強度不足が懸
念されるゲート電極としての第１表面電極２１１に接合強度を高めやすい第１ワイヤ６０
０を接合することは、ワイヤ剥離などの不具合を回避するのに有利である。
【０２２９】
　第１表面電極２１１が、ｚ方向視において主全厚部３３０と重なることにより、図２７
および図３１に示すように、相対的に接合強度不足が懸念されるゲート電極としての第１
表面電極２１１に対して、キャピラリＣｐをより確実に押し当てることができる。一方、
相対的に接合強度を向上させやすいソース電極としての第２表面電極２１２を、ｚ方向視
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において主ひさし部３４０に重なる位置に配置することにより、半導体装置１０１のｚ方
向視寸法を削減することができる。
【０２３０】
　主ひさし部３４０がは、主前方部３４１を有することにより、主リード３００と樹脂パ
ッケージ８００との接合強度を高めることができる。また、半導体素子２００と第１副リ
ード４００および第２副リード５００とを近づけつつ、主裏面端子部３２０と第１副裏面
端子部４２０および第２副裏面端子部５２０とが不当に近づいてしまうことを回避するこ
とができる。
【０２３１】
　主ひさし部３４０が主側方部３４２および主後方部３４３を有することにより、主リー
ド３００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。主全厚部３３０の
すべてが、主ひさし部３４０に囲まれている構成は、主リード３００と樹脂パッケージ８
００との接合強度を高めるのに好適である。
【０２３２】
　主側方連結部３５１および主後方連結部３５２は、半導体装置１０１の製造工程におい
て主リード３００を適切に保持する。主側方連結部３５１のｙ方向端面および主後方連結
部３５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出するものの主裏面端子部３２０
とは離間している。このため、半導体装置１０１を面実装するためのはんだが主側方連結
部３５１のｙ方向端面および主後方連結部３５２のｘ方向端面に誤って広がってしまうお
それが少ない。
【０２３３】
　ダイパッド部３１０に、主表面めっき層３１１が形成されていることにより、半導体素
子２００の裏面電極２２０とダイパッド部３１０との接合強度を高めることができる。主
表面めっき層３１１が、主ひさし部３４０のすべてに重なることにより、ダイパッド部３
１０として利用できる面積を拡大することができる。
【０２３４】
　第１副リード４００が、第１副ひさし部４４０を有することにより、第１副リード４０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第１副ひさし部４４０が
、第１副前方部４４１を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第１副裏面端子部４２０と主裏面端子部３２０との距離とが不当に近づいてしまうこ
とを回避することができる。
【０２３５】
　第１副ひさし部４４０が、第１副側方部４４２および第１副後方部４４３を有すること
により、第１副リード４００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる
。第１副全厚部４３０のすべてが、第１副ひさし部４４０に囲まれている構成は、第１副
リード４００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めるのに好適である。第２副リー
ド５００側の第１副側方部４４２が相対的に大であることにより、接合強度の向上を図る
とともに、第１副裏面端子部４２０と第２副裏面端子部５２０とが不当に近づいてしまう
ことを回避することができる。
【０２３６】
　第１副側方連結部４５１および第１副後方連結部４５２は、半導体装置１０１の製造工
程において第１副リード４００を適切に保持する。第１副側方連結部４５１のｙ方向端面
および第１副後方連結部４５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出するもの
の第１副裏面端子部４２０とは離間している。このため、半導体装置１０１を面実装する
ためのはんだが第１副側方連結部４５１のｙ方向端面および第１副後方連結部４５２のｘ
方向端面に誤って広がってしまうおそれが少ない。
【０２３７】
　第１ワイヤボンディング部４１０に、第１副表面めっき層４１１が形成されていること
により、第１ワイヤ６００と第１ワイヤボンディング部４１０との接合強度を高めること
ができる。
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【０２３８】
　第２副リード５００が、第２副ひさし部５４０を有することにより、第２副リード５０
０と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる。第２副ひさし部５４０が
、第２副前方部５４１を有することにより、樹脂パッケージ８００との接合強度を高めつ
つ、第２副裏面端子部５２０と主裏面端子部３２０との距離とが不当に近づいてしまうこ
とを回避することができる。
【０２３９】
　第２副ひさし部５４０が、第２副側方部５４２および第２副後方部５４３を有すること
により、第２副リード５００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めることができる
。第２副全厚部５３０のすべてが、第２副ひさし部５４０に囲まれている構成は、第２副
リード５００と樹脂パッケージ８００との接合強度を高めるのに好適である。第１副リー
ド４００側の第２副側方部５４２が相対的に大であることにより、接合強度の向上を図る
とともに、第２副裏面端子部５２０と第１副裏面端子部４２０とが不当に近づいてしまう
ことを回避することができる。
【０２４０】
　第２副側方連結部５５１および第２副後方連結部５５２は、半導体装置１０１の製造工
程において第２副リード５００を適切に保持する。第２副側方連結部５５１のｙ方向端面
および第２副後方連結部５５２のｘ方向端面は、樹脂パッケージ８００から露出するもの
の第２副裏面端子部５２０とは離間している。このため、半導体装置１０１を面実装する
ためのはんだが第２副側方連結部５５１のｙ方向端面および第２副後方連結部５５２のｘ
方向端面に誤って広がってしまうおそれが少ない。
【０２４１】
　第２ワイヤボンディング部５１０に、第２副表面めっき層５１１が形成されていること
により、第２ワイヤ７００と第２ワイヤボンディング部５１０との接合強度を高めること
ができる。
【０２４２】
　半導体素子２００と主リード３００のダイパッド部３１０との接合においては、金属単
体層からなる裏面電極２２０が、ダイパッド部３１０に直接接合されており、その接合に
際しては振動が付与されていない。このような構成により、主リード３００のうち半導体
素子２００の周囲に位置する領域に、振動を加味した余裕領域を設定する必要がない。こ
れは、半導体装置１０１の小型化に有利である。
【０２４３】
　図３４は、半導体装置１０１のＸ線画像である。同図によく表れているように、主リー
ド３００、第１副リード４００および第２副リード５００をエッチングによってパターン
形成した場合、主全厚部３３０と主ひさし部３４０との境界は、図１６～図２４に示した
明確な角は形成されず、曲面となる。同様に、第１副リード４００における第１副全厚部
４４０と第１副ひさし部４４０との境界、あるいは第２副リード５００における第２副全
厚部５４０と第２副ひさし部５４０との境界も、曲面となる。これは、図１６～図２４に
示した形態を意図した設計を経たとしても、半導体装置１０１が上述した非常に小型の構
成である場合、エッチングの過程において上述した曲面が不可避的に生じることによる。
【０２４４】
　図３５は、本発明の第４実施形態に基づく半導体装置を示している。なお、同図におい
て、上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している
。
【０２４５】
　本実施形態においては、第１表面電極２１１が、ｚ方向視において主全厚部３３０と主
ひさし部３４０との双方に重なっている。そして、第１ワイヤ６００の第１バンプ６３０
およびセカンドボンディング部６２０が、ｚ方向視において主全厚部３３０と主ひさし部
３４０との双方に重なっている。同図において第１ワイヤ６００の第１バンプ６３０およ
びセカンドボンディング部６２０に、ｙ方向に延びる破線が重なっている。この破線が、
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ｚ方向視における主全厚部３３０と主ひさし部３４０との境界である。このような実施形
態によっても、半導体装置１０２の小型化を図ることができる。
【０２４６】
　本発明に係る半導体装置は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明に係
る半導体装置の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【０２４７】
　本発明で言う半導体素子は、トランジスタには限定されず、第１表面電極および第２表
面電極を有する様々な半導体素子を用いることができる。
【符号の説明】
【０２４８】
１０１　半導体装置
１０２　半導体装置
２００　半導体素子
２０１　表面
２０２　裏面
２１１　第一表面電極
２１２　第二表面電極
２２０　裏面電極
２３１　半導体層
２３２　共晶層
３００　主リード
３１０　主リード主面
３１１　主表面めっき層
３２０　主リード裏面
３３０　主全厚部
３４０　主ひさし部
３４１　主前方部
３４２　主側方部
３４３　主後方部
３５１　主側方連結部
３５２　主後方連結部
４００　第一副リード
４１０　第一副リード主面
４１１　第一副表面めっき層
４２０　第一副リード裏面
４３０　第一副全厚部
４４０　第一副ひさし部
４４１　第一副前方部
４４２　第一副内方部
４６０　第一副延出部
４６１　第一副後方部
４６２　第一副側方部
４８１　第一副リード端面
４８２　第一副リード側面
５００　第二副リード
５１０　第二副リード主面
５１１　第二副表面めっき層
５２０　第二副リード裏面
５３０　第二副全厚部
５４０　第二副ひさし部
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５４１　第二副前方部
５４２　第二副内方部
５６０　第二副延出部
５６１　第二副後方部
５６２　第二副側方部
５８１　第二副リード端面５８２　第二副リード側面
６００　第一ワイヤ
６１０　ファーストボンディング部
６２０　セカンドボンディング部
６３０　第一バンプ
７００　第二ワイヤ
７１０　ファーストボンディング部
７２０　セカンドボンディング部
７３０　第二バンプ
８００　樹脂パッケージ
８０１　樹脂主面
８０２　樹脂裏面
８０３　第一樹脂側面
８０４　第二樹脂側面
８０５　第一樹脂端面
８０６　第二樹脂端面
９０１　テープ
Ｃｔ１　線
Ｃｔ２　線
ｘ　方向
ｙ　方向
ｚ　厚さ方向

１０１，１０２　半導体装置
２００　半導体素子
２０１　表面
２０２　裏面
２１１　第１表面電極
２１２　第２表面電極
２１３　電極層
２１４　除去領域
２１６　アクティブ領域
２１７　ＭＯＳＦＥＴ
２１８　単位セル
２２０　裏面電極（金属単体層）
２３１　半導体層
２３２　共晶層
３００　主リード
３１０　ダイパッド部
３１１　主表面めっき層
３２０　主裏面端子部
３２１　主裏面めっき層
３３０　主全厚部
３４０　主ひさし部
３４１　主前方部
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３４２　主側方部
３４３　主後方部
３５１　主側方連結部
３５２　主後方連結部
４００　第１副リード
４１０　第１ワイヤボンディング部
４１１　第１副表面めっき層
４２０　第１副裏面端子部
４２１　第１副裏面めっき層
４３０　第１副全厚部
４４０　第１副ひさし部
４４１　第１副前方部
４４２　第１副側方部
４４３　第１副後方部
４５１　第１副側方連結部
４５２　第１副後方連結部
５００　第２副リード
５１０　第２ワイヤボンディング部
５１１　第２副表面めっき層
５２０　第２副裏面端子部
５２１　第２副裏面めっき層
５３０　第２副全厚部
５４０　第２副ひさし部
５４１　第２副前方部
５４２　第２副側方部
５４３　第２副後方部
５５１　第２副側方連結部
５５２　第２副後方連結部
６００　第１ワイヤ
６１０　ファーストボンディング部
６２０　セカンドボンディング部
６３０　第１バンプ
７００　第２ワイヤ
７１０　ファーストボンディング部
７２０　セカンドボンディング部
７３０　第２バンプ
８００　樹脂パッケージ
Ｃｐ　キャピラリ
６０１　ワイヤ
６０２　ボール
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